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Vorwort 


Trotz der wachsenden Zahl hochintegrierter Schaltkreise ist der 
Transistor hus vielen Schaltungen nicht wegzudenken. Das 
betrifft u.a. NF-Verstärker großer Leistungen, HF- und Lei- 
stungsschalteranwendungen sowie rauscharme Vorverstärker. 
Leider stehen dem interessierten Elektronikamateur nur in unzu- 
reichendem Maße Katalogmaterial und Datenblätter zur Verfü- 
gung. Anliegen dieser Broschüre solles deshalb sein, einen Über- 
blick über das Typenspektrum von DDR-Transistoren zu geben. 
Bewußt vermieden wurde die Darstellung von Germaniumtransi- 
storen, da diese, obwohl noch häufig im Amateurbesitz, heute 
kaum noch Bedeutung haben und fast alle Transistoren in dieser 
Technologie durch moderne Siliziumbauelemente abgelöst wur- 
den. Ebenfalls nicht aufgenommen werden Foto- und MOS- 
Transistoren sowie Transistorarrays, da das den Rahmen dieser 
Broschüre sprengen würde. 

Ergänzt wird die Transistordatensammlung durch allgemeine 
technische Erläuterungen zu Transistoren und eine Übersicht der 
Bauformen. 


Frankfurt (Oder), im Mai 1988 Uwe Beier 


1. Verzeichnisderaufgeführten Transistoren 


Typ Seite Typ Seite Тур Seite 











ВЗУЗ4 22 ` 82 122 50 5201 67 
SC 206 24 SF123 50 SS 202 67 
SC207 24 SF126 39 SS 216 68 
SC 236 25 SF 127 39 SS 218 68 
SC237 25 SF128 39 ss 219 68 
SC 238 25 SF129 39 85720 70 
SC239 25 SF131 40 svu 71 
SC 307 28 SF132 40 SU160 72 
SC 308 28 SF 136 42 SU 161 74 
SC309 28 SF 137 42 SU 165 75 
SD 168 30 SF 150 51. 80167. 77 
SD 335 31 82215 52 50169 77 
SD 336 33 52216 52 80178 78 
SD 337 31 82225 54 SU179 78 
- 50 338 33 $Е 235 55 50180 80 
SD 339 31 SF240 56 SU186L 81 
` SD340 33 SF245 58 SU188L 81 
SD345 35 SF357 59 SU189 83 
SD346 37 SF358 59 50190 83 
$0 347 35 $Е 359 59 5030 84 
SD 348 37 ЗЕ 369 60 50311 84 
SD 349 35 SF816 62 SU32 84 
SD 350 37 SF817 62 50377 86 
SD 600 43 SF818 62 50378 86 
. SD601 43. SF819 62 80379 86 
SD 602 43 SF 826 63 50380 86 
50802. 45 82827 63 50382 87 
50812 46. $Е 828 63 50383 -87 
52016 47. SF 829 63 50384 87 
5Е 018 47 SS 106 64 50508 89 
SF116 48 SS 108 64 50509 89 
SF 117 48 SS 109 64 50510 89 
52118 48 88125 66 80518 90 
82119 48. SS 126 66 50519 90 
SF 121 50 55200 67 5050 90 


2. Allgemeine technische Erläuterungen 


21. Grenz- und Kennwerte 


Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelements werden i.allg. 
durch die Angabe von Kenn- und Grenzwerten definiert. 
Kennwerte sind Eigenschaften eines Halbleiterbauelements, die 
das Betriebsverhalten oder die elektrischen Parameter in einem 
bestimmten Arbeitspunkt ausdrücken. Sie werden i. allg. als typi- 
sche Werte (typ.) oder Garantiewerte (min., max.) angegeben. 
Grenzwerte sind Werte, die der Anwender nicht überschreiten 
darf, ohne die sofortige Zerstörung des Bauelements zu riskie- 
ren. Hierbei sind auch Schwankungen der Betriebsspannung und 
Toleranzen anderer Bauelemente zu berücksichtigen. Ein einzel- 
ner Grenzwert darf auch dann nicht überschritten werden, wenn 
andere Grenzwerte nicht voll ausgenutzt sind. 


2.2. Einbau- und Lötvorschriften für Transistoren 


Die Halbleiterbauelemente sind vor elektrischen, mechanischen 
und thermischen Überlastungen sowohl bei ihrer Verwendung in 
den Schaltungen als auch bei ihrem Einbau sorgfältig zu schüt- 
zen. Веі Bauelementen mit höherer Verlustleistung ist für ausrei- · 
chende Wärmeabführung zu sorgen. Die Einbaulage aller Transi- 
storen ist beliebig. | 

Die Lötung auf Leiterplatten muß auf der den Bauelementen 
abgewandten Seite der Leiterplatte erfolgen. Der Lötkolben 
muß ordnungsgemäß geerdet sein. Die Lötparameter müssen 
innerhalb der schraffierten Fläche nach Bild1 liegen. Dabei stellt 
die obere Grenzkurve ABC die Lötwärmebeständigkeit dar. Der 
Punkt D ergibt sich aus den Werten der Lötbarkeit. Daraus leiten 
sich die Linien AD und DC ab [1]. 

Mehrfaches Ein- und Auslöten ist zu vermeiden. Zum Zwecke 
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Lötternperatur in °С — 


Bild 1 
| 011 ЕЕЗ IC Zulássige Löttempe- 
2 3 4 5 6 7 8 raturen für Transi- 


Lötdauer in 5 —— = storen 





der Reparatur ist jedoch die einmalige Wiederverwendung 
gestattet. Dabei sind aber sowohl beim Aus- als auch beim Einlö- 
ten die Einbau- und Lötvorschriften unbedingt zu beachten. 


2.3. Wärmeableitung bei Transistoren 


In jedem Halbleiterbauelement entsteht beim Betrieb eine Ver- 
lustleistung, als deren Folge sich die Sperrschichttemperatur 
erhöht. Da die maximal zulässige Sperrschichttemperatur aber 
nicht überschritten werden darf, muß jede Schaltung nicht nur in 
elektrischer, sondern auch in thermischer Hinsicht sorgfältig 
dimensioniert werden. 

Wenn die Verlustleistung klein ist, führt die Oberfläche des 
Gehäuses genügend Wärme ab, während bei größeren Verlust- 
leistungen zusätzliche Maßnahmen zur Kühlung ergriffen werden 
müssen. Der Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und 
umgebender Luft kann z.B. dadurch vermindert werden, daß 
man einen Kühlstern oder eine Kühlfahne auf das Gehäuse steckt 
oder daß man den Transistor auf ein Kühlblech bzw. einen Kühl- 
körper schraubt. 

Der Zusammenhang zwischen. der abzuführenden Verlustlei- 
stung Dan, der Sperrschichttemperatur d; und der Temperatur der 
umgebenden Luft ў; wird durch die Beziehung 
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d "Ti du = 9, TA du 
Rau Кај Как 





Ра = 


ausgedrückt. Ru ist der gesamte Wärmewiderstand zwischen 
der Sperrschicht und der umgebenden Luft. Er setzt sich zusam- 
men aus dem inneren Wärmewiderstand Ru, zwischen Sperr- 
schicht und Oberfläche des Gehäuses bzw. Gehäusebodens, 
sowie dem äußeren Wärmewiderstand Кук zwischen Gehäuse 
und umgebender Luft oder evtl. einem anderen Kühlmittel. 
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10 
7 Blechdicke 
in mm 
Ў 0,5 
ГА d 
1 
3 2 
5 
2- + 
Bild 2 
Я Wärmewiderstand 
0 2 4 6-8 10 12 № 16 18 20 Ru für Kühlbleche 
5 in cm — aus Aluminium 


Durch die Beschaffenheit der Kühleinrichtung kann nur der 

. äußere Wärmewiderstand beeinflußt werden. Meist soll bei gege- 
benen Betriebsbedingungen die Größe des erforderlichen Kühl- 
blechs ermittelt werden. Dazu wird zunächst der äußere Wärme- 
widerstand wie folgt berechnet: 
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9. — 

Кък < Zu > 
Die Daten des Kühlblechs mit dem Wärmewiderstand Крк ent- 
nimmt man dann den angegebenen Diagrammen in Bild2 oder 
Bild3 [2]. Die Kurven zeigen den Wärmewiderstand senkrecht 
stehender Bleche zur umgebenden Luft bei Wärmezuführung in 
der Mitte der quadratischen Fläche in Abhängigkeit von der Kan- 
tenlängel. Bei waagerechter Anordnung muß die errechnete Flä- 
che des Kühlblechs ungefähr um den Faktor 1,3 vergrößert wer- 
den. Schwärzt man das Kühlblech, so darf dessen Fläche unge- 
fähr um den Faktor 0,7 kleiner als die errechnete sein. | 
Stehen dem Anwender stranggepreßte Kühlkörperprofile zur 
Verfügung, ist die Dimensionierung nach den in [13] angegebe- 
nen Diagrammen vorzunehmen. 


Rue, 





























































100 Fe 
70 
| 50 
R 40 
MKW зо w ү 
р N Blechdicke 
mt T N in mm 
| ЕЦ 
EE EE 
5 
3 
ЕЦ | 
Bild 3 
1 L Wärmewiderstand 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Кк für Kühlbleche 
5 S in ст — 


aus Stahl 
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Die genannten Hinweise zur Berechnung der Kühlkörper reichen 
in der Praxis meist völlig aus. Ausführlichere Darstellungen zur 
Wärmeableitung in Halbleitern und zur Dimensionierung von 
Kühlkörpern sind in der Literatur vorhanden [3], [4], [5]; [6]. 


2.4.  Zulässiger Arbeitsbereich (SOAR) [8] 


Der zulässige Arbeitsbereich (SOAR = Save operating area) 
wird schematisch durch bestimmte Grenzlinien im Ic-Ucrg-Dia- 
gramm eines Transistors dargestellt. Es handelt sich dabei um die 
Begrenzungslinien für die maximale. Kollektor-Emitter-Span- 
nung Ucgo, den maximalen Kollektorstrom Ic und den Kollek- 
torspitzenstrom Јом, die maximale Verlustleistung Ре, und für 
den 2. Durchbruch (Bild4). Diese 4 Begrenzungslinien sind abso- 
lute Grenzwerte, die beim Betrieb des Transistors zu keiner Zeit 
überschritten werden dürfen. 


Zulässiger Arbeitsbereich I 

Der Arbeitsbereich I gilt für Dauerbelastung. Mit Ausnahme der 
Verlustleistung gelten die SOAR-Grenzen für den gesamten 
Betriebstemperaturbereich. 

Die Abhängigkeit der maximalen Verlustleistung Ра von der 
Umgebungs- bzw. Gehäusetemperatur wird in Form eines 
Reduktionsdiagrammes angegeben (Bild5). Die maximale Ver- 
lustleistung Роу berechnet man bei konstanter Umgebungstem- 
peratur 


IER: 
für 8<%: Po = —— 
Rau 
9-9 
und für 9 > д; Ви = ——. 
Rau 


Bei konstanter Gehäusetemperatur erhält man 


е a 
für Ze Or Ви = Епа а 
Къ 
9.0, ` 
und für 9 > à: Por = — ==. 
Кы 
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Zulässiger Arbeitsbereich 


I Dauerbetrieb 

H periodescher Impulsbetrieb 

Ш Impulsbetrieb bei 
gesperrtern Transistor 











tp = 20и5; k=0,2 N 

Kee = 500 Q Bild 4 
Zulässiger Arbeits- 
bereich von Transi- 
storen (SOAR) 


Als 9, wird dabei die Break point-Temperatur bezeichnet; sie 
beträgt, wenn nicht anders angegeben, 25°C. 
Im SOAR-Diagramm wird die für eine Gehäusetemperatur ` 


0, < 0, < ó, 


ermittelte Verlustleistung als 45°-Gerade angegeben. Diese 
Gerade bildet die Grenze für die zulässige Dauerverlustleistung 
bei der angegebenen Gehäusetemperatur. Verlustleistungsgren- 
zen für höhere Gehäusetemperaturen liegen unterhalb der einge- 
zeichneten Geraden. 

Als 2. Durchbruch wird das abrupte Zusammenbrechen der Kol- 
lektor-Emitter-Spannung bei steilem Kollektorstromanstieg 
infolge einer Belastung mit hohem Kollektorstrom bei einer 
hohen Kollektor-Emitter-Spannung bezeichnet. Zur Vermei- 
dung des 2. Durchbruchs wird im SOAR-Diagramm in Richtung 
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Bild 5 
Reduktionsdiagramm 
für die Umgebungs- 
und Gehäusetempe- 
ratur 














KI тах 


Исво eine weitere Leistungsreduktion eingeführt. Die Lage die- 
ser Grenzlinie ist so definiert, daß beim Betrieb unterhalb dieser 
Linie der 2. Durchbruch mit Sicherheit nicht auftritt. 


Zulässiger Arbeitsbereich II 

Der Arbeitsbereich II gilt für periodischen Rechteckimpulsbe- 
trieb. Infolge der thermischen Trägheit des Transistors können 
höhere Belastungen zugelassen werden als beim Dauerbetrieb, 
ohne daß die maximal zulässige Sperrschichttemperatur über- 
schritten wird. Wie auf Bild4 zu erkennen ist, lassen sich die 
Grenzen für den Kollektorstrom, die Verlustleistung und den 
2. Durchbruch erweitern. Dagegen darf Ucgo auch bei Impulsbe- 
trieb allgemein nicht überschritten werden. 


- Arbeitsbereich Ш 


Für spezielle Anwendungen werden auch Gebiete ти Исе > 
12 | 


Осво unter gewissen Steuerbedingungen an der Basis als Impuls- 
arbeitsbereich zugelassen. So ist z. B. nach Bild4 beim Abschal- 
ten des Transistors ein Überschreiten von Осро unterhalb eines 
bestimmten Kollektorstromes für einen angegebenen Zeitraum 
erlaubt. I 

Für ausführliche Betrachtungen zur Thematik Arbeitsbereiche 
für Transistoren wird auf die Literatur verwiesen [3], [4], [5], [6], 
[7], [11], [12], [14]. 


2.5. Transistorgrundschaltungen 


Es gibt 3 Grundschaltungsarten für einen Transistor. Sie werden 
nach derjenigen der 3 Elektroden (Basis, Kollektor, Emitter) 
bezeichnet, die dem Eingangs- und Ausgangskreis gemeinsam ist 
(Bild6 bis Bild8). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Eigen- 
schaften der 3 Grundschaltungen. 


Bild 6 
Emitterschaltung 





Tabelle 1 Eigenschaften der Transistorgrundschaltungen 


Emitter- Basis- Kollektor- 

schaltung schaltung schaltung 
Eingangswiderstand mittel klein groß 
Ausgangswiderstand mittel groß klein 
Stromverstärkung groß kleiner 1 groß 
Spannungsverstärkung ` kleiner1 groß. groß 
Grenzfrequenz niedrig hoch niedrig 
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+— 
“| | j | Bild 7 
Basisschaltung 


Bild 8 
Kollektorschaltung 





2.6.  Vierpolgrößen von Transistoren 
2.6.1. Vierpolgrößen der h-Matrix 


Man kann einen Transistor als einen aktiven Vierpol auffassen. 
Bei Aussteuerung mit kleinen niederfrequenten Signalen lassen 
sich seine Eigenschaften durch die 4 Kenngrößen der h-(Hybrid-) 
Matrix beschreiben, die als reell angenommen werden: 


u, = hii ñ + hız: uo, 
b = bau 2 ћ + h> ` Lo. 


In Matrizenschreibweise erhàlt man 


Hal: D һ An 
S | ei 
B ) u ( ћу hn 
Bei allen 3 Grundschaltungsarten gilt für den Transistor-Vierpol 
das gleiche Ersatzschaltbild (Bild9). 
Die 4 h-Parameter haben folgende Bedeutung: 
— Eingangswiderstand bei kurzgeschlossenem Ausgang 
u; 
(»=0) hi = — 
ü 
14 


— Spannungsrückwirkung bei offenem Eingang 


(à = 0) hyse 
2 
— Stromverstàrkung bei kurzgeschlossenem Ausgang 


: i 
(2 =0) h; = Se , I 
| nn 
— Ausgangsleitwert bei offenem Eingang 


(à = 0) ћу = к > 
и; 7 . 
Ете hàufig benutzte Abkürzung ist die Determinante 


АВ = h; hz — bus ba 


Sie wird deshalb oft als 5. Kennwert genannt. 
In den Datenblättern für die Transistoren sind die h-Parameter 
meist für die Emitterschaltung und für einen bestimmten Arbeits- 
punkt angegeben. Dieser ist durch die Kollektorspannung, den 
Emitter- bzw. Kollektorstrom und die Umgebungstemperatur 
festgelegt. Zur Berechnung von Transistorstufen in Basis- oder 
Kollektorschaltung ermittelt man die zugehörigen Parameter aus 
denen der Emitterschaltung mit einer Umrechnungstabelle 
(Tabelle 2). 


Tabelle 2 Umrechnung der h-Parameter | А 
Emitter- Basis- Kollektor- 








schaltung schaltung schaltung 

Eingangs- | һе 

widerstand hu Вр һе = Bue 
1+ ће 

Spannungs- hne has 

rückwirkung hne . h; = — = ћре hx = 1— hiz 
1+ hze - 

Strom- haz Ç; 

verstärkung ba, ba = KE = = 1+ ће 

Ausgangs . hze 

a h ; Bras h eh 
leitwert 22е mee = kee = haz : 
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м bai 2 5 

Bild 9 
Einfaches Transistorersatz- 
e schaltbild für die h-Parameter 





2.6.2. VierpolgróBen der y-Matrix 


Während die Vierpoleigenschaften der NF-Transistoren mit der 
h-Matrix beschrieben werden, ist bei HF-Transistoren die y- 
(Leitwert-)Matrix gebräuchlich. | 


i = yu t4 + Yı2 ih, 
h = уси, + Ууз ` Uo. 
In Matrizenschreibweise erhält man 
H Hi Уп Уг 
S е. B | Dr | У22 
Die Leitwertparameter werden іт Gegensatz zu den ћ-Рагате- 
tern als komplexe Zahlen angegeben. Allgemein gilt: 





Yik = gik FIn f 
Dabei ist g der reelle Leitwert. Der imaginàre Leitwert wird 
durch die Kapazität des Transistors bestimmt: 

bik = @Cik 
Werden die y-Parameter angegeben, wird durch einen zusätzli- 
chen Index e, b, с gekennzeichnet, für welche der 3 Grundschal- 
tungen die Parameter gelten. 
Die y-Parameter werden wie folgt definiert: 
– Eingangsleitwert bei kurzgeschlossenem Ausgang 

ü 
= 0 = — У 
(из ) yn и 
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Tabelle 3 Umrechnung der h-Parameter in y-Parameter und umgekehrt 

















h d 
: 1 ha 
Уп Уз И s 
hi ћи 
у 
ћу Ah 
Ул Lë Wee 
ћи hz 
1 Yı2 
a - = ћи hiz 
yu Уп 
ћ 
Уз ду 
GER hz hz 
Уп У1 





Bild 10 
Transistorersatz- 
schaltbild für die 
y-Parameter 





— Rückwärtssteilheit bei kurzgeschlossenem Eingang 


i 
(щ= 0) ур = —, 

. u 

– Vorwärtssteilheit bei kurzgeschlossenem Ausgang 


i 
(»=0) ул= —2-, 
u 
— Ausgangsleitwert bei kurzgeschlossenem Eingang 
= 0 = —— 
(и ) у» ш»? 


Die Determinante ist 

Ду = уңу» — Ур Ya 
Für фе y-Parameter gilt das Transistor-Ersatzschaltbild gemäß 
Bild10. Es ist möglich, die y-Parameter in die h-Parameter bzw. 
die h-Parameter іп die y-Parameter umzurechnen. Die dazu not- 
wendigen Formeln sind in Tabelle 3 angegeben. 
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27. Sechaltzeiten von Transistoren 


Die Übergänge zwischen Sperrzustand und Durchlaßzustand 
eines Transistors erfolgen auch bei sprunghaften Änderungen 
der Steuergröße nicht abrupt. Zusätzlich sind diese Übergänge 
gegenüber Sprüngen der Steuergröße verzögert. Aus Bild11 kön- 
nen die Definitionen der verschiedenen Schaltzeiten entnommen 
werden. Die Größe der Schaltzeiten hängt außer vom Transistor- 
typ sehr stark von der verwendeten Schaltung ab. Mit zunehmen- 
der Übersteuerung des Transistors wird die Einschaltzeit kürzer 
und die Ausschaltzeit länger. Durch Vergrößerung des Ausräum- 
stroms wird die Ausschaltzeit kürzer. Die Schaltzeiten sind 
abhängig von der Dauer des Steuerimpulses. Erst wenn die 
Impulsdauer um ein mehrfaches größer ist als die Schaltzeiten, 
bleiben diese konstant. Weiterhin muß die Schaltflanke des 
Steuerimpulses wesentlich größer als die Schaltflanke des Kollek- 
torstromimpulses sein. 








Bild 11 
Schaltverhalten eines Transistors 
in Emitterschaltung 





0,1 
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Verwendete Abkürzungen 
und Formelzeichen 


Imaginärteil дег y-Parameter 
Kapazität, Sperrschichtkapazität 
Kollektorkapazitàt 

Frequenz | 


Übergangs- oder Transitfrequenz (extrapolierte Grenz- 
frequenz für / hye / = 1) 


Rauschfaktor 

Realteil der y-Parameter 

Rarameter der Hybridmatrix 
Kurzschluß-Eingangswiderstand 
Leerlauf-Spannungsrückwirkung 
Kurzschlußstromverstärkung 
Kollektor-Basis-Stromverhältnis (statisch) 


'Leerlauf-Ausgangsleitwert 


Strom 

Basisstrom 
Basisspitzenstrom 
Steuerstrom 


Ausräumstrom (nach dem Ausschalten dem Steuerstrom 
entgegengesetzt fließender Strom) 


Kollektorstrom 
Kollektor-Basis-Reststrom bei offenem Emitter (/ь = 0) 
Kollektor-Emitter-Reststrom bei offener Basis (Zg = 0) 


Kollektor-Emitter-Reststrom mit einem Widerstand Rpg 
zwischen Basis und Emitter 

Kollektor-Emitter-Reststrom bei kurzgeschlossener 
Emitterdiode (Ugg = 0) 

Kollektor-Emitter-Reststrom bei gesperrter Emitterdiode 
Kollektor-Spitzenstrom 


Icsat Nennstrom (empfohlener Wert für Nennbetrieb) 


Tg Emitterstrom 
Іво Emitter-Basis-Reststrom bei offenem Kollektor (Ic = 0) 
Ir Durchlaßstrom der Inversdiode 
Tu Spitzendurchlaßstrom der Inversdiode 
Р Gesamtverlustleistung 
` R Widerstand 
Rer Widerstand zwischen Basis und Emitter 
RG Generator-Innenwiderstand 
Кү. Lastwiderstand 
Ка Wärmewiderstand 
Ronja Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung 
Ru innerer Wàrmewiderstand (Wàrmewiderstand Sperr- 
schicht-Gehäuse) 
Как Wärmewiderstand zwischen Kühlblech bzw. Kühlkörper 
zur umgebenden Luft 
t Zeit 
ta Verzögerungszeit ` 
t; Abfallzeit 
Lu Ausschaltzeit 
fon Einschaltzeit 
t, > Anstiegszeit 
ta Sperrerholzeit der Inversdiode 
t; Speicherzeit 
U ‘Spannung 
Upe + Basis-Emitter-Spannung 
Ори - Basis-Emitter-Sättigungsspannung 


Usr)cso Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei offenem 
Emitter | 

Овкусво ` Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei offener Basis_ 

Usrycer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung mit einem Wider- 
stand zwischen Basis und Emitter ' 

Ugrycrs Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei kurzgeschlos- 

$ sener Emitterdiode 
20 


UBR) EBO 
Осв 

U, сво · 
Uce 
Осво 
Ucer 


Uces 


Исваг 
Ucev 


Emitter-Basis-Durchbruchspannung bei offenem Kollektor 
Kollektor-Basis-Spannung . 
Kollektor-Basis-Spannung ђегоћепет Emitter (Ig = 0) 
Kollektor-Emitter-Spannung 

Kollektor-Emitter-Spannung bei offener Basis (Ia = 0) 


Kollektor-Emitter-Spannung mit einem Widerstand 
zwischen Basis und Emitter 


Kollektor-Emitter-Spannung bei kurzgeschlossener 
Emitterdiode (Ugg = 0) 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung 
Kollektor-Emitter-Spannung bei gesperrter Emitterdiode 
Emitter-Basis-Spannung bei offenem Kollektor (Ic = 0) 
Flußspannung der Inversdiode 

Parameter der Leitwert-Matrix (y-Matrix) 
Generatorleitwert 

Kurzschluß-Eingangsleitwert 
Kurzschluß-Rückwärtssteilheit 
Kurzschluß-Vorwärtssteilheit 
Kurzschluß-Ausgangsleitwert 

Determinante der h-Parameter 

Determinante der y-Parameter 


 Phasenwinkel der y-Parameter 


Kreisfrequenz 
Temperatur 

Break point-Temperatur 
Gehäusetemperatur 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 
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4. Transistordaten 


BSY 34 

Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für den Einsatz in der Datenverarbei- 
tung und als Kerntreiber | 

Bauform: ТО-39 (Bild 12) 


Grenzwerte 

Kollektor-Emitter-Spannung Uces 60у 
Ucgo 40У 

Kollektor-Basis-Spannung Осво 60У 

Emitter-Basis-Spannung Џево 5V 

Kollektorstrom le. 600 mA 

Basisstrom Ig 200 mA 

Gesamtverlustleistung Ре 2,6 W 

(du = 45°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 200°С 
Gehäusetemperatur де ‚ —65...200°С 
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Kennwerte (y = 25°C) 








Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen 
Kollektor-Emitter- Оврусво 40V Ic = 10mA 
Durchbruchspannung Ugrycno 60V "Ic = 104A 
Kollektor-Emitter- Ось 10V Ic = 500mA 
Sättigungsspannung | ћ = 50mA 
Basis-Emitter- UBEsat 1,5У. Ic = 500mA 
Sättigungsspannung Js = 50mA 
Kollektor-Basis- Ісво 70nA Uc = 50V 
Reststrom 
Kollektor-Basis- hye 25 Осв = 1V 
Stromverhältnis Je. = 100mA 
baus 10 Осв = 1V 
Ic = 500 тА 
Einschaltzeit des Eon | 50 п5 I = 500mA 
Kollektorstroms - һу = 50mA 
` Ip = –25тА 
R. 802 
Ausschaltzeit des Le 95 ns Іс = 500mA 
Kollektorstroms з = 50mA 
Ip = -25mA 
R. 82 
Übergangsfrequenz fr 250 MHz Uœ = 10V 
Ic = 30mA 
f = 10MHz 
Wärmewiderstand ` Rau, 60 КЛУ 
Sperrschicht-Gehäuse 
Wärmewiderstand ` Каја 220 K/W 
Sperrschicht- 
Umgebung 


нео 


23 


SC 206, SC 207 

Si-npn-Planar-Transistoren für NF-Vor- und Treiberstufen sowie univer- 
selle Anwendung 

Erzeugnisstandard: TGL 27 141 

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 








Grenzwerte 

Kollektor-Emitter-Spannung Осво 20У 

Kollektor-Basis-Spannung Осво 15У 

Emitter-Basis-Spannung Џево 5У 

Kollektorstrom Ic 100 mA 

Basisstrom А ћ ‚ 10тА 

Gesamtverlustleistung Piot 200 mW 

Sperrschichttemperatur д; 125°С 

Umgebungstemperatur du —40 ... 100°C 

Kennwerte (du = 25°С) 

Kennwert ; Kurz- min. ур. тах. Einstellwerte 

i zeichen‘ 

Kollektor-Emitter- СОввусво 15V Ic = 10mA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basi- — Оьюкво 5V 8 V I = 0,01mA 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- 1сво 0,5пА 100 nA св = 20V 

Reststrom | 

Kollektor-Emitter- Ucpgsat ç 06V Ic = 10mA 

Sättigungsspannung | ћ = 1mA 

Rauschfaktor Uœ = 6V 

SC 206 F 16 dB 25 dB Ic. =200uA 

SC207 F 56dB 8 dB Ко =5002 
f = lkHz 
Af =850Hz 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 


zeichen 
Übergangsfrequenz f; 300 MHz Ur = 6V 
Ic =20uA ` 
f = 100МН= 
Wärmewiderstand Као ` 500 КЛУ 
Sperrschicht- 
Umgebung 





SC 236, SC 237, SC 238, SC 239 

Si-npn-Transistoren für den Einsatz in NF-Vor- und ИТИМ sowie 
für universelle Anwendungen. SC 239 speziell für rauscharme Vor- und 
Treiberstufen. 

Erzeugnisstandard: TGL 27 147 

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 


Grenzwerte 

; SC236, SC238,SC239 ` 58С237 
Kollektor-Emitter-Spannung ско 20У 45У 
Kollektor-Basis-Spannung Ucpo 30 V ` 50V 
Emitter-Basis-Spannung Ово 5V 
Kollektorstrom ` ` Ic 100 mA 
Basisstrom Ip 10mA 
Gesamtverlustleistung Ре ` 200mW 
Sperrschichttemperatur‘ Ö 125°C 
Umgebungstemperatur `. du —40 ...100°C 
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Kennwerte (du = 25°C) 





Kennwert Kurz min. typ. | max. Einstellwerte 
zeichen | 
Kollektor-Emitter- Цвв)ско К Ic = 10mA 
Durchbruchspannung 
5С 236, SC 238, 56 239 20V 
SC237 45V 
Emitter-Basis- Ugn)EBo T = 0,01mA 
Durchbruchspannung 
SC 236, SC 238, SC 239 5V 
SC237 6V 
КоПекіог-Вавіѕ- ` Лево 
Reststrom ' 
SC 236, SC 238, SC 239 0,06nA 100nA Ucs = 30V 
SC237 | 0,14nA 100nA Uc = 50У 
Emitter-Basis- Tego 0,05nA . Ump= 5V 
Reststrom 
Kollektor-Basis- Исе = DN 
Stromverhältnis I = 20mA 
hze-Gruppe с Kar 110 
| а baue 200 
e baue 370 
f hae 550 
Übergangsfrequenz f Исе = 6V 
ће Отирре c ћ но. MHz Ic = 10mA 
у а fr | 140 MHz f =10MHz 
e fr 170 MHz | 
Í fr 200 MHz 


Kennwerte(Fortsetzung) · 


Kennwert 


Rauschfaktor 
SC236 
$С237, SC238 


~ 


` 80239 


Kurz- 
zeichen . 


F 


Wärmewiderstand Ка 


Sperrschicht- 
Umgebung 


min. typ. 


max. Einstellwerte 


Оск = 6V 
Ic =. 0,2mA 
8dB Кє = 2КО 
f = 1kHz 
Af =100Hz 
4dB Uœ = DN 
Ic = 0,2mA 
Ке = 2k2 
f = 0,03 bis 
15kHz 
500K/W 





Vierpolparameter (typische Werte) 


Ось =6V,Ic=2mA,f=1kHz 





ће" Отирре c 


> о с 


hi 


2,7k 
3,5k 
59k 





hie 
0,9 - 1074 
1,1 -1074 
1,4. 107 
23.107 


ba, 


200 
355 
545 
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SC 307, SC 308, SC 309 ; 
Si-pnp-Transistoren für den Einsatzin NF-Vor-und Treiberstufen sowie 
für universelle Anwendungen. SC 309 speziell für rauscharme Vor- und 
Treiberstufen. 

Erzeugnisstandard: TGL 37 871 


Bauform: L3 nach TGL 11.811 (Bild 13) 














Grenzwerte 
SC307 5С308, SC309 
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo 45V 25V 
Kollektor-Basis-Spannung = Осво 50У 30V 
Emitter-Basis-Spannung — Овво 6V 5У 
Kollektorstrom =ke 100mA 
Basisstrom –ћ 50mA 
Gesamtverlustleistung Р 250 mW 
Sperrschichttemperatur j 150°C 
Umgebungstemperatur du —40 ... 150°C 
Kennwerte (y = 25°С) 
Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen А 

Kollektor-Emitter- -Ic = 2mA 
Durchbruchspannung 
SC307 -Ußrycro 45 У 
SC 308, SC 309 —Шввускео 25У 
Emitter-Basis- -k = 0,01 А 
Durchbruchspannung 
SC307 —Оввувво 6 V 
SC308, SC309 —Обввјево 5V 
Kollektor-Basis- 
Reststrom 
SC307 le 1 ПА 10004 -Uœ = 45У 
SC 208. SC309 —Icgo 1 nA 100nA -Осв = 30V 
Kollektor-Emitter-  — Псва 430 mV -Ic =100mA 
Sättigungsspannung — = 5mA 

: (impulsmäßige 

Messung) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 





zeichen 
Kollektor-Basis- -Осв = 6V 
Stromverhältnis Ic = 2тА 
ћребтирре с N > 110 
d ЋЕ 190 
e bag 275 
Übergangsfrequenz -Ug= 5V 
hze-Gruppe с fr 290 MHz -Ic = 10mA 
d ћ 340 MHz f = 20MHz 
"e ћ 440 MHz 
Rauschfaktor . —Uc= 6V , 
= = 0,2mA 
Ro = 2kQ 
SC 307, SC 308 F 848 f = 1kHz 
| Af =100Hz 
SC 309 F 12 dB 4dB f = 0,03bis 
15kHz 
Kurzschlußstrom- " -Ug= 6V 
verstärkung 1 | = = 2mA 
ћре-"Отирре с ће 56 120' 140 f = 1kHz 
d hze 112 200 280 
e hze 224 343 560 I 
Wärmewiderstand Каја 500 K/W 


Gehäuse-Umgebung 
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SD 168 

Si-npn-Leistungstransistor für den Einsatz in Regelnetzteilen von 
Schwarz-Weiß-Fernsehempfängern 

Erzeugnisstandard: TGL 33 555 

Bauform: TO-3 (Bild 18) 





Grenzwerte 

Kollektor-Emitter-Spannung Исео 300 V 
Kollektorstrom Ic | ЗА 
Basisstrom Jeng 2,5 A 
Gesamtverlustleistung Р 125 W 

(ду = 25°С) | 

Sperrschichttemperatur 9 120 °С 
Gehšàusetemperatur ` де ~ —10...120°С 





Kennwerte (du, = 25°С) _ 





Kennwert Kurz- - ` Wert Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter- Ісво 3 mA Ось = 300 V 

Reststrom 

Kollektor-Emitter- UcEsat 3,0 V Ir = 1A 

Sàttigungsspannung RB = 02А 

Basis-Emitter- ` UBgsat 15V "Ik = ЛА 

Sättigungsspannung ћ = 02А 

Kollektor-Basis- hae . 75 Осв = 5V 

Stromverhältnis | I = 02A 

Innerer Roje | 2,0K/W 

Wärmewiderstand 





SD 335, SD 337, SD 339 

Si-npn-Transistoren mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendung; 
Komplementärtypen zu SD 336, SD 338, SD 340 

Erzeugnisstandard: TGL 39 124 

Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 











Grenzwerte 
SD335 80337 50339 

Kollektor-Emitter-Spannung` Ucgo 45У 60 V 80V 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 45У 60 У 80V 
Emitter-Basis-Spannung Utro 5 V 
Kollektorstrom Ic 1,5A 

Icm : <- 20A 
Basisstrom` I 0,2A 
Gesamtverlustleistung Ро 12,5 W 

(dc = 25°С) | 
Sperrschichttemperatur 9; 150 °C 
Umgebungstemperatur du ` | -55...125°C 
Kennwerte (vy = 25°C) 
Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen - Wert 

Kollektor-Emitter- Ugr)ceo Ic = 50mA 
Durchbruchspannung | 
50335 45У 
50337 60V 
SD 339 BON 
Kollektor-Basis- Цввусво Ic = 1mA 
Durchbruchspannung | 
50335. 45У 
59337 60 V 
8р 339 BON 
Emitter-Basis- Овкувво 5V kk = 13А 
Durchbruchspannung А 
Kollektor-Basis- Ісво 1пА 100 ПА св = 30V 
Reststrom 





Kennwert · Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 





zeichen Wert 

Emitter-Basis- Tego 5nA 10 uA Up = 5V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- Сев, 200mV 500 mV Ic =500mA 
Sättigungsspannung IR = 50mA 
Basis-Emitter- UpEsat 870mV 3 Ic =50 mA 
Sättigungsspannung ћ = 50тА 
Kollektor-Basis- — haz Ur = 2V 
Stromverhältnis Ic =150mA 

Gruppe A 40 65 100 

GruppeB . 63 110 160 

Gruppe C 100 150 250 
Paarungsbedingun- ` base LA Uer = 2V 
gen für Котрјетеп- hues Ic =150mA 
tärtypen 
Übergangsfrequenz fr - 50 MHz 125 MHZ · Осе = 10У 

Ic. -= 50mA 
f = 2MHz 

Innerer эи Коз 10 K/W 
Wärmewiderstand 
Wärmewiderstand ` Ra, 110 K/W 
Sperrschicht- 
Umgebung 


А 
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SD 336, SD 338, SD 340 

Si-pnp-Transistoren mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendung; 
Komplementärtypen zu SD 335, SD 337, SD 339 | | 
Erzeugnisstandard: TGL 39 124 

Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 


Grenzwerte 
SD336 50338 51340 
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucgo 45V 60 У "BON 


Kollektor-Basis-Spannung – Исво 45У 60 У 80V 
Emitter-Basis-Spannung —Ugpo 5 У 
Kollektorstrom Ic ° 1,5А 
. -Км 20А 
Basisstrom =з 0,2A 
Gesamtverlustleistung Век: 12,5 W 
(дс = 25°С) 
‚ Sperrschichttemperatur 9, 150 °C 
Umgebungstemperatur ду 55... 125°C 


Kennwerte (Vy = 25°С) 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen Wert 

Kollektor-Emitter- — Ugmcro ` ` Ic = 50mA 

Durchbruch- 

spannung А 

SD 336 Ñ 45У 

SD 338 60V 

SD 340 80у 

Kollektor-Basis- — Освкусво Я -iÑ = 1А 

Durchbruch- 

spannung 

SD 336 | 45V 

SD338 60V 

SD 340 80V 


33. 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 








zeichen Wert 
` Emitter-Basis- — Dese 5V . —h = ЛА 
Durchbruch- 
spannung 
Kollektor-Basis- _ — сво 1nA 100 ПА -Uœ = 30V 
Reststrom 
` Emitter-Basis- Joe 5nA 10 дА -Оњ= 5V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- – Псел 280mV 500 mV -Ic =500тА 
Sättigungsspannung | 5 —ћ. = 50mA 
Basis-Emitter- — UBEsat 930 mV Ic =500mA 
Sättigungsspannung . I = 50mA 
Kollektor-Basis- Һе —Uc = 2V. 
Stromverhältnis : Ic =150mA 
Gruppe A 407 75 100 
GruppeB 63 115 · 160 
Gruppe С 100 140 250 
Paarungsbedingun- bag - . | 14 -Осв= 2У „ 
gen für Котріетеп-р, „, —Ic. = 150 тА 
tärtypen | 
Übergangsfrequenz fr “ 75MBZz 210MHz -Uœ = 10V 
CR Ic = 50mA 
f = MHz 
Innerer Къ 10 K/W 
Wärmewiderstand 
Wärmewiderstand Rija | 110. K/W 
Sperrschicht-, 
Umgebung 





SD 345, SD 347, SD 349 


Si-npn-Leistungstransistoren für allgemeine NF-Anwendungen; Кот- 


plementärtypen zu SD 346, SD 348, SD 350 
Erzeugnisstandard: TGL 39 125 | 
Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 


Grenzwerte 
50345 50347 / 50349. 

Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo 45V 60У 80У 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 45У 60У 80У 
Emitter-Basis-Spannung Џево 5V 
Kollektorstrom Ic 3A 

Icm 6A 
Basisstrom | Ip 1A 
Gesamtverlustleistung Pot 20W 

(dc = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 150°С 
Umgebungstemperatur ду —55...125°С 
Kennwerte (y = 25°С) 
Kennwert Kurz min. typ- max. Einstellwerte 
zeichen We 

Kollektor-Emitter- U,gryceo | Ic =10 mA 
Durchbruch- ` 
spannung 
SD345 : 45У 
SD 347 60у 
51 349 80V 
КоПекіог-Ваѕіѕ: _Usrycro Іс = 1mA 
Durchbruch- 
spannung 
SD345 45V 
SD 347 "60V 
SD 349 80V 
Emitter-Basis- Оввувво IV IE = 1uA 
Durchbruch- у 
spannung 


35. 


Kennwert Kurz- 
zeichen 


Kollektor-Emitter- Leo 
Reststrom 


Kollektor-Basis- 1сво 
Reststrom 


Emitter-Basis- Tego 
Reststrom 


Kollektor-Emitter- Ось; 
Sättigungsspannung 
Basis-Emitter- Ова 


Sättigungsspannung ` 


Kollektor-Basis- hze 
Stromverhältnis 


Paarungsbedingun- ber 
gen für Komplemen- haiez 
tärtypen 


Übergangsfrequenz fr 


Innerer Roje 
Wärmewiderstand 


Wärmewiderstand Каја 
Sperrschicht- 
Umgebung 
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min. typ. 


60MHz 110 MHz 


max. Einstellwerte 
30 gA Hee = Uco 
50 uA Uœ = 30V 
10 ДА Us = 5V 
1000 mVI = 2A 
в = 02A 
15V I = ЗА 
IB = 02A 
Us = 2V 
k = 2А 
1,4 Ur = 2V 
Ic = 500 тА 
Осе = 10V 
Ie =200mA 
f = гомнг 
6,25K/W 
100 КЛУ 


SD 346, SD 348, SD 350 


Si-pnp-Leistungstransistoren für allgemeine NF-Anwendungen; Kom- 
plementärtypen zu SD 345, SD 347, SD 349 


Erzeugnisstandard: TGL 39-125 
Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung -Ucro 


Kollektor-Basis-Spannung -Uco 
Emitter-Basis-Spannung — Паво. 
Kollektorstrom Ic 
—Icm 
Basisstrom I 
Gesamtverlustleistung Ры 
(dc = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 


Umgebungstemperatur du 


Kennwerte (y = 25°C) 


Kennwert Kurz- min. typ. 
zeichen Ë Wert 

Kollektor- — Швю)ско 

Emitter-Durch- 

bruchspannung 

SD 346 45У 

SD 348 | 60 У 

5р 350 80V 

Kollektor-Basis- — Осввусво 

Durchbruch- 

spannung ` 

SD 346 j 45V 

50348 60V 

SD350 BON 


50346 


45У 
45У 


50348 50350 


60 У 80 У 
60У 80У 
5v 
3A 
6A 
1A 
20W 


150°C 
=55 125°C 


Einstellwerte 


Ic =100mA 


37 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 





zeichen Wert 
Emitter-Basis- -Ugryeso 5V- = = 1uA 
Durchbruch- 
spannung 
Kollektor- —Icgo 0,1uA 1uA -Uc == Осво 
Emitter- | 
Reststrom 
Kollektor-Basis- —/сво 164A 1004A -Uœ = 30V 
Reststrom | 
Emer Basis. ` —/єво 1пА 104A —Us = 5V 
Reststrom | у 
Kollektor- — Ugen . 300mV 100mV -Ic = 2A 
Emitter- Ë w BR = 02А 
Sättigungs- 
spannung _ 
Basis-Emitter-  — Upesat 1,0V 15V -be = ЗА 
Sättigungs- ` | -њ = ОЉА 
spannung 
Kollektor-Basis- ur 25 60 —Uc = 2V 
Stromverhältnis -Ic = 2A 
Paarungsbedin- ` baue 1,4 —Uc = 2V 
gungen für Kom- Kaes Ic = 500тА 
plementärtypen 
Übergangs- E 60 MHz 120 MHz ев = 10V 
frequenz 1—16 · =200тА 

` f = 20омнг 

Innerer Wärme- Кај i 6,25 K/W 
widerstand | 
Wärmewiderstand Каја 100 КЛУ 
Sperrschicht- 
Umgebung 
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SF 126, SF 127, SF 128, SF 129 


Si-npn-Transistoren für den Einsatz als mittelschnelle Schalter und in 


Breitbandverstärkern ` 
Erzeugnisstandard: TGL 200-8439 
Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Grenzwerte 
Kollektor-Basis-Spannung ско ` 
Kollektor-Emitter-Spannung сово 
Emitter-Basis-Spannung Овво 
Kollektorstrom Ic 
1см 
Basisstrom Ip 
Gesamtverlustleistung 2 Р 
(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 
Umgebungstemperatur ду 


Kennwerte (y =-250) 


Kennwert : Kurz- min. 
zeichen 


Kollektor-Emitter-- Шввуско 
Durchbruchspannung 

SF126 20V 
SF127 | 30У 
52128 60У. 
SF129 80У. 


Kollektor-Basis- Ісво 
Reststrom 

52126, SF 127, 

52128 

52129 


Emitter-Basis- Tego 
Reststrom 


SF126 SF127 SF128 SF129 


20V 30V 60V 80V 


. 33V 66V 100V 120V 


typ. 
Wert 


94V 


2,3nA 


7V 
500 mA 

1A 
250 mA , 
600 mW 


175°C 


— 40... 125°C 


max. 


100пА 
1uA 


1uA 


Einstellwerte 


Ic = 50mA 


Ucs = Осво 
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Kennwert ` Kurz- min. typ.. max. Einstellwerte 





zeichen Wert 
Kollektor-Emitter- Ось, 05V Ic =150mA 
Sättigungsspannung Je =,15mA 
Übergangsfrequenz fr 60 MHz Uœ = 10V 
- Ic = 10mA 
f f = 15MHz 
Kollektor-Basis- hi |. | Осв = 2V 
Stromverhältnis Ic = 50mA 
GruppeB 28 56 71 
Gruppe C 56 100 140 
Gruppe D :112 200 280 
Gruppe E 224 270 560 
`Gruppe F 450 570 1120, 
Innerer Къ 60 K/W 
Wärmewiderstand 
Wärmewiderstand Ronja 250 K/W 
Sperrschicht- | | 
Umgebung 
SF 131, SF 132 : 


Si-npn-Trarsistoren für Breitband-, NF- und HF-Verstärker sowie für 
schnellen Schaltbetrieb 

Erzeugnisstandard: TGL 200-8399 | 

Bauform: A3/15 nach TGL 11 811 (Bild 15) ` 
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Grenzwerte 





SF131 SF132 
Kollektor-Emitter-Spannung Осро 12V 15V 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 20 V 40V 
‚Emitter-Basis-Spannung ОЕво 5У 
Kollektorstrom Ic 50mA 
Basisstrom 1 10mA 
Gesamtverlustleistung Pot 300 mW 
(др) = 25°C) 
Sperrschichttemperatur д; 175°С 
Umgebungstemperatur ду —40...125°C 
Kennwerte (du = 25°C) | 
Kennwert Kurz- min. typ. max. _Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter-  вюуско Ic = 10тА 
Durchbruchspannung 
SF131 12V 22V 
52132 15V 24V 
Kollektor-Basis- Ісво 1пА | 100nA св = Ucpc 
Reststrom 
Emitter-Basis- Іво ТПА 10nA О = 5V 
Reststrom | 
Kollektor-Emitter- Осам 025V 05У | Ic = 10тА 
Sättigungsspannung I = 1mA 

Џ 
Übergangsfrequenz fr Осе = 10 У 
SF131 200MHz 330 MHz I = 10тА 
SF132 200MHz 270 MHz f =10 MHz 
Wärmewiderstand Кај 500 КЛУ 
Sperrschicht- 
Umgebung 
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SF 136, SF 137 ` 


Si-npn-Transistoren für HF-Verstärker und allgemeine Anwendungen 
Erzeugnisstandard: TGL 200-8140 
Bauform: A3/15 nach TGL 11 811 (Bild 15). 


Kennwerte (du = 25°C) | 
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‚ Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen } 
Kollektor-Emitter-  Шввуско Ic. = 10mA 
Durchbruchspannung ` | 
52136 12V 45V 
SF137 : 20V 50V 
Kollektor-Basis- Ісво 100пА св = Осво 
Reststrom | 
Emitter-Basis- Iso 0,4nA 100пА Ugg = 5V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- Ось; 60mV 300mV Ic =150mA 
Sättigungsspannung Њ = 1mA 
Übergangsfrequenz fr 300MHz 500 MHz Uœ 10V 
Ä Ic = 10mA 
f -10W0MHz 

Innerer Кос 150 K/W 
Wärmewiderstand 
Wärmewiderstand ` Ru, 500 КЛУ 
Sperrschicht- : 
Umgebung 


Grenzwerte 





SF136 SF137 

Kollektor-Emitter-Spannung ско 12V 20V 
Kollektor-Basis-Spannung Исво 20У 40У 
Emitter-Basis-Spannung кво 5V 
Kollektorstrom Ic 200 mA 

` Basisstrom I 20 mA 
Gesamitverlustleistung Рх 300 mW 

(du = 25°С) : 

Sperrschichttemperatur v; 175°C 
Umgebungstemperatur др —40...125°C 
SD 600, SD 601, SD 602 


Si-npn-Leistungstransistoren für den Einsatz in Regelnetzteilen 
Erzeugnisstandard: GWS-S 725.1 


Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung 


Kollektorstrom 
Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 
(9с = 80°C) 
Spertschichttemperatur 
Gehäusetemperatur 


50601  SD600/SD 602 


60 V 120 У 
any 80У 
` ЗА 
ТА' 
10% 
125°С 
—25...100°С | 
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Kennwerte (du = 25°С). 








Kennwert Kurz- SD 600 SD 601/ Einstellwerte 
zeichen SD 602 
Emitter-Basis- Овюувво 3,0V 40V I =0,01mA 
Durchbruchspannung ° | 
Kollektor-Emitter- Iers 0,5mA 0,2тА? Ugg =120V 
Reststrom O2mA Uœ = 60V 
Kollektor-Emitter- UCEsat 15V I = 1A 
Sättigungsspannung IL = 02A 
1,0V k = 1А 
ћ = 01А 
Basis-Emitter- Овва 15V I = ЛА 
Sättigungsspannung k = 02А 
1,0V L = 1A 
ћ = 01А 
Kollektor-Basis- bag 15 ‚ Uœ = 10V 
Stromverhältnis Fr = 1A 
20 Оск = 6V 
| k = 1А 
Übergangsfrequenz fr ZMHz Оск = 5V 
I = 01А 
Innerer Ка ` 4,5KIW 
Wärmewiderstand 





” nur SD 602 
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SD 802 


Si-npn-Leistungstransistor für Regelnetzteile 
Erzeugnisstandard: GWS-S 725.2 


Bauform: TO-3 (Bild 18) 





Grenzwerte‘ 
Kollektor-Emitter-Spannung Ucgs 150 V 
Осво 100 V 
Kollektorstrom Ic 5,0А 
Icm 75А 
Basisstrom Ip 2,0A 
А Тм 2,5 А 
Gesamtverlustleistung Р 50 W 
(du = 25°С) А 
Sperrschichttemperatur 9; 150 °С 
Gehäusetemperatur де —25...100°С 
Kennwerte (du = 25°С) 
Kennwert 5 Kurz- Wert Einstellwerte 
zeichen 
Emitter-Basis- UBR)EBO 5,0V F = ОМА 
Durchbruchspannung | ` | 
Kollektor-Emitter- Ices 3,0mA Осе = 150 V 
Reststrom | 
Kollektor-Emitter- Uca, 2,5V I = 1A 
Sättigungsspannung в = 01А 
Basis-Emitter- ` Праг 15V Ic = 1A 
Sättigungsspannung ћ = 01А 
Kollektor-Basis- baue 15 Uœ = 10V 
Stromverhältnis Ic 2A 
Übergangsfrequenz fr 1,5 MHz Uce 5V 
- I = 01А 
Innerer Кс 2,5K/W 


Wärmewiderstand 
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SD 812 

Si-npn-Leistungstransistor für den Einsatz in Batteriezündanlagen in 
einer Darlingtonschaltung 

Erzeugnisstandard: GWS-S 725.3 

Bauform: TO-3 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


(Еве = 100 2) Ucer 500 V 
1: Ucero 200 V 
Emitter-Basis-Spannung _ Паво 50у 
Kollektorstrom ` Ic 4,0А 
| Icm 6,0A 
Basisstrom I. 20А 
Ім | 25A 
Gesamtverlustleistung Ра 50 W 
(dc = 25°С) 
Sperrschichttemperatur % 150°C 
Gehàusetemperatur де —40...85°C 


Kennwerte (du = 25°C) 





Kennwert Kurz- Wert Einstellwerte 
zeichen ў 
Emitter-Basis- И ВЕЈЕВО 5,0V FE = ОМА 
Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter- 1сє$ 5,0тА Uce = 500 V 
Reststrom . | 
Kollektor-Emitter- Осака 2,5 V IF = ЛА 
Sättigungsspannung КЕ ћ = 02A 
Basis-Emitter- UBEsat 1,2 V I = 32A 
Sättigungsspannung ћ = ОВА 
Innerer - Ra 2,5K/W | 
Wärmewiderstand 
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SF 016, SF 018 

Si-pnp-HF-Transistor für allgemeine Anwendung 
Erzeugnisstandard: HWF-S 724.25 

Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Kennwerte (du = 25°C) 





Kennwert Kurz- min. max. Einstellwerte 
zeichen 

· Kollektor-Emitter- -Ugrceo 45V . -ie = 10mA 
Durchbruchspannung I 
Kollektor-Basis- —Icso 100nA — сво = 60V 
Reststrom “ 
Emitter-Basis- Іво 1,0uA -Up = 5V 
Reststrom š 
Kollektor-Emitter- . — Ucgsat DAN -Ic =150mA 
Sättigungsspannung -h = 15mA 
Basis-Emitter- “Upea 1,3V -Ie =150тА 
Sättigungsspannung -k = 15mA 
Kollektor-Basis- bar -Ic = 10mA 
Stromverhältnis  —Uc = 10V 
SF016 28 140 
52018 112 280 
Übergangsfrequenz fr | —Uc = 10У: 

ч ` -Ic = 50mA 

SF016 j 50 MHz ç 
52018 60 MHz 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung —Осво 45У 
Kollektor-Basis-Spannung = Исво 75У 
Emitter-Basis-Spannung —Ukno 5V 
Kollektorstrom Ic 600 mA 

5, —Icu 1A 
Basisstrom : I 100mA 
Gesamtverlustleistung Ре ' 600 mW 

(du = 25°С) 

Sperrschichttemperatur Kë 175°C 
Umgebungstemperatur до = 40... 125°C 





SF 116, SF 117, SF 018, SF 119 

Si-pnp-Transistoren für den Einsatz al®mittelschnelle Schalter und in 
Breitbandverstärkern 

Erzeugnisstandard: TGL 39 001 

Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Grenzwerte 
SF116 SF117 SF118 SF119 
Kollektor-Emitter-Spannung – Осво` 20V.. 30V 60V 80V 


Kollektor-Basis-Spannung — Осво 20V 30V 60V 80V 
Emitter-Basis-Spannung — Оъво 25у 
Kollektorstrom Ic | 500 mA 

—Icm 1A 
Basisstrom Jg 250 mA 
Gesamtverlustleistung Pot 600 mW 

(du = 25°C) 

Sperrschichttemperatur 9, 200°С 


Uməgebungstemperatur du | — 40... 125°C 
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Kennwerte (y = 25°C) 


Kennwert 


Kurz- 
zeichen 


min. 


max. Einstellwerte 





Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 
SF116 = 

SF117 

SF118 

52119 


_ Kollektor-Basis- 
Reststrom 

SF116, SF117, SF118 
SF119 


Emitter-Basis- 
Reststrom 


Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 


Übergangsfrequenz 


Kollektor-Basis- 

Stromverhältnis 
GrüppeB 
Gruppe С 
GruppeD 
GruppeE 


Innerer 
Wärmewiderstand 


Wärmewiderstand 
Sperrschicht- 
Umgebung 


– И(вејско 


— сво 


—Тево 


= Оса 


f 


baus 


Кас 


Каја 


20V 
30V 
60v 
80 У 


60 MHz 


28 
56 
112 
224 


-Ic = 10mA 


Up = – Осво 


= 
сл 
< 
| 
& 
|! 
a 
E 
3 
> 


| 
& 
Џ 
© 
B 
> 


71 
140 
228 
560 


80 КЛУ 


290 КЛУ 
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SF 121, SF 122, SE 123 

Si-npn-Transistoren für Breitband-, NF- und HF-Verstärker und als 
mittelschnelle Schalter 

Erzeugnisstandard: TGL 200-8419. 

Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Kennwerte (Bu = 25°C) 





Kennwert ` Kurz min. typ. max.  Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter-- Освв)сво Ic =50mA 

Durchbruchspannung š 

SFI2I ` 20V 33V 

52122 30V 67V 

SF123 š 40V 62V 

Kollektor-Basis- 1сво ПА Ucp = Uco 

Reststrom 

Emitter-Basis- leso ` 1,2nA 18А Up = 5V 

Reststrom 

Kollektor-Emitter- Осе, 03V IN I =50mA 

Sättigungsspannung | I = 5тА 

Übergangsfrequenz fr 60MHz 110MHz Осе =10 V 
Lk =10mA 
f =13MHz 

Innerer Кыс 60 КЛУ 

Wärmewiderstand | 

Wärmewiderstand Каја о 250 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung 





Grenzwerte 


5Е121 SF122 SF123 





Kollektor-Emitter-Spannung ско 20V 30V 40V 

(R=102) Ucer 20V 33У 66 V 
Kollektor-Basis-Spannung Осво : 20V 33V 66V 
Emitter-Basis-Spannung Ово 5У 
Kollektorstrom 7; Ic. Р 100 mA 

Ісм 2 300mA 

Basisstrom . hk | 50mA 
Gesamtverlustleistung - Ре 600 mW 

(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur Di 175°C 
Umgebungstemperatur du -40...125°C . 
SF 150 


Si-npn-Transistor für den Einsatz in Video-Endstufen 
Erzeugnisstandard: TGL 25 916 
Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Grenzwerte 

Kollektor-Emitter-Spannung Ucer 160 V 
(Ree=1k2) 

Kollektor-Basis-Spannung Осво 160V. 

Emitter-Basis-Spannung Ово 5V 

Kollektorstrom ` Ic 50mA 

Basisstrom Ip `_ 10mA 

Gesamtverlustleistung Ре 680 mW 
(du = 25°С) | 

Sperrschichttemperatur | 9, 175°C 

Umgebungstemperatur du — 40... 125°C 
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Kennwerte (0 = 25°C) 








Kennwert Kurz- min. max. Einstellwerte 
zeichen 
Kollektor-Emitter- Швкуско МОМ I = 5mA 
Durchbruchspannung Res = 5КО 
160 V Ic ‘= 104A 

Rer = 1kQ 

Basis-Emitter- Обввјево. 5V ћ =10uA 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- Jo 100nA Uca =140V 

Reststrom 

Übergangsfrequenz fr 80 MHz Ur = 10V 
Ic = 10mA 
f = 50MHz 

Innerer Rujc 40 K/W 

Wärmewiderstand i 

Wärmewiderstand Каја 220 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung 

SF 215, SF 216 


Si-npn-Transistoren für analoge Anwendungen in HF-Verstärkern und 
HF-Oszillatoren bis 100MHz 
Erzeugnisstandard: TGL 26 819 


Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 

(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 


Kennwerte (d, = 25°C) 


Kennwert ` Kurz- min. 


zeichen 


Kollektor-Emitter- Ugryceo 
Durchbruchspannung 

SF2I5. 

SF216 


Emitter-Basis- U r)EBo 
Durchbruchspannung 


Kollektor-Basis- Ісво 
Reststrom 

SF215 

SF216 


15V 
20V 


У 


Übergangsfrequenz fr . 100MHz 


Wärmewiderstand К 
Sperrschicht- 
Umgebung 


SF216 
20У 
40V 

5V 
100 mA 
10mA 
200 mW 
125°C 
= 40... 100°C 
max. Einstellwerte 
Ic = 10mA 
FE = 10uA 
Ucs = Исво 
100nA 
10uA 
Uce 10V 
Ice = 5mA 
f =10 MHz 
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SF 225 

Si-npn-Transistoren für HF-Verstärker, LMK-, Vor- und 
ZF-Stufen 

Erzeugnisstandard: TGL 27 145 | 

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16) 


Kennwerte (9) = 25°C) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen ` | | 

Kollektor-Emitter- Ugr)ceo 25V 39У Іс = 1mA 

Durchbruchspannung ` 

Emitter-Basis- Осввувво 4V 6,2V LE = 1uA 

Durchbruchspannung . š 

Kollektor-Basis- Teso 20A 0,50А Uc = 40V 

Reststrom | 

Emitter-Basis- Iso 1,67nA U = 4V 

Reststrom 

Kollektor-Basis- hze 40 82 Исе = 10У 

Stromverhältnis Ic =. 1mA 

Rauschfaktor F 1,7dB 5dB Исе = 10V 
Те = 1mA 
f =200kHz 
Ко =3002 

Grenzfrequenz fr i 500 MHz Осв = 10V 
Ic = 1mA 
f =10 MHz 

Wärmewiderstand Каја 500 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung . 
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Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung Осво 25У 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 40V 
Emitter-Basis-Spannung Ово 4V 
Kollektorstrom Ic 25mA 
Gesamtverlustleistung Pot 200 mW 

(du = 25°С). 
Sperrschichttemperatur 9; 125°С 
Umgebungstemperatur vyu — 40... 100°C 
SF 235 5 


Si-npn-Transistor für HF-Verstärker und UKW-Vorstufen 


Erzeugnisstandard: TGL 27 142 


Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 


Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 


Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Gesamtverlustleistung 
(du = 25°C) 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 


Осво 
Исво 


25У 

40V 

AN 
25mA 
200 mW 


125°C 
—40...100°C 
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Kennwerte (du = 25°С) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter- Оввусво 25У 40У Ic = ImA 

Durchbruchspannung | 

Emitter-Basis- Ugryeso 4V 5,8V I = 104A 

Durchbruchspannung у 

Kollektor-Basis- Icso 0,04nA 500nA Uc = 40V 

Reststrom 

Basisstrom Ig | 154A 354A Uc = 10V 
Ic = 1mA 

Rauschfaktor F 2,3dB 4dB Uœ = 10У 
Ic = 1mA 
f =10 MHz 
Үс = (5-j3,3) mS 

Übergangsfrequenz fr 400 MHz Ось = 10V 
Ic = 1mA 
f  =100MHz 

Wärmewiderstand ` Кај 500 КЛУ 

Sperrschicht- 

Umgebung 





eegenen 


SE 240 

Si-npn-Transistor für den Einsatz in geregelten Fernseh-ZF-Verstärker- 
‚stufen I E 
Erzeugnisstandard: TGL 24341 | 

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16) 
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. Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung Осо 30V 

Kollektor-Basis-Spannung Исво 40У 

Emitter-Basis-Spannung Ово 4V 

Kollektorstrom Ic 25тА 

Gesamtverlustleistung | Ра 160 mW 
(du = 25°С) 

Sperrschichttemperatur "d 125°C 


Umgebungstemperatur ду — 40... 100°C 


‚ Kennwerte (ñu = 25°С) 








Kennwert Kurz- min. ` typ. max. Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter- Ugryceo 30V 71У . Ic = 1mA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Овкувво 4V 5,7V IE = А 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- Ісво 0,5nA 0,5uA Up = 40V 

Reststrom 2 Д 

Kollektor-Basis- ҺЕ 3 677. 150 Оск = 10У 

Stromverhältnis Ic = 4mA 

Rauschfaktor F 3,0dB Uœ = ЮУ 
I = 4mA 

e f = 36MHz 

Rs =4002 

Übergangsfrequenz fr 450MHz . Uœ = 10V 
I = АТА 

f f =100MHz 

Wärmewiderstand Кај 600 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung 





SF 245 

Si-npn-Transistor für den Einsatz in nicht geregelten Fernseh-ZF-Ver- 
stärkerstufen у 
Erzeugnisstandard: TGL 24 726 

Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 16) 


Kennwerte (hu = 25°С) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. _ Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter- Осввусво 25У 35V I = 1mA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Оврувво 4V 5,9V I = 104A 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- Ісво 1А 500һА Ucs = 40V 

Reststrom 

Kollektor-Basis- bas 38 93 Ось = 10V 

Stromverhältnis | Ic = 7тА 

Rauschfaktor F 2,1dB Осв = 10V 
Ic = 2mA 
f ' =100MHz 
Yo = (5,0-j6,6) mS 

Übergangsfrequenz fr 780MHz Ось = 10V 
Ic = 7mA 
f =10MHz 

Wärmewiderstand Rj, 500 КЛУ 

Sperrschicht- 

Umgebung 





Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung ско 25У 
Kollektor-Basis-Spannung Uso 40У 
Emitter-Basis-Spannung Ово 4V 
Kollektorstrom Ic 25mA 
Gesamtverlustleistung Ре 200 mW 

(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 125°С 
Umgebungstemperatur du - — 40... 100°C 
SE 357, SF 358, SF 359 


Si-npn-Transistoren für Video-Endstufen in Schwarz-WeiB- und Farb- 
fernsehempfängern, NF-Endstufen mit hoher Speisespannung und für 
Treiberstufen in Horizontalablenkschaltungen 

Erzeugnisstandard: TGL 32 651 
Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung Ucgo 


Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 
(9с = 90°С). 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 


Исво 
Urs О 


SF357 52358 $ЕЗ359 


160 V 250 V 300 V 
160 V 250 V 300 V 


150°C 
— 40... 125°C 
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25°С) 


Kurz- 


Kennwerte (du = 


Kennwert 


zeichen 


min. typ. max. 


Einstellwerte 





Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 
SF357 

SF358 

SF359 


Цвк)ско 


160 У 
250V 


Ic 


10тА 


300 V 


Kollektor-Basis- `Тово 
Reststrom 

SF357 

SF358 


SF359 


2,5nA 50nA 


Emitter-Basis- 1nA 50nA 


Reststrom 


Iso 


Kollektor-Emitter- Ucgsa 


IN k = 
Sättigungsspannung - 


= 
I 


Kollektor-Basis- hog 
Stromverhältnis i Ic 


| 
о, 
© 
B 
> 


Innerer Курс 


Wärmewiderstand 


Wärmewiderstand 104 КЛУ 
Sperrschicht- 


Umgebung 


Ка 





—— сенаты EE ИСР ОЧЫ ГОВИ ЫРАС те ваљка EEE nr TE LEN 
ЅЕ 369 

Si-npn-Transistor für leistungssparende Video-Endstufen in Fernseh- 
empfängern 

Erzeugnisstandard: TGL 38 021 

Bauform: ähnlich SOT-32 (Bild 14) 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung Осво 250 У 


Kollektor-Basis-Spannung Осво 250У 
Emitter-Basis-Spannung Џево 5У 
Kollektorstrom Ic `30тА 

Icm - 100mA 
Gesamtverlustleistung е Рио 2,2% 

(9с = 110°С) 

Sperrschichttemperatur 9; 150°С 
Umgebungstemperatur | ду — 40... 125°C 


Kennwerte (9, = 25°C) 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen | С ` 

Kollektor-Emitter- Ugryceo 250 V у Ic = 2,5тА 

Durchbruchspannung 5 ` 

Kollektor-Basis- Швһвусво 250 V I = 10uA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Шввукво 5V ` IE = 104A 

Durchbruchspannung | 

Kollektor-Basis- Ісво 50пА Шз» = 200У ` 

Reststrom | 

Kollektor-Basis- hze 50 5 Uœ = 10V 

Stromverhältnis Ic = 30mA 

Übergangsfrequenz fr 60 MHz : Исв = 10У 
Ic = 10mA 
f = 20MEz 

Innerer Къ 20 КЛУ 

Wärmewiderstand А 

Wärmewiderstand Каја 104 K/W 

Sperrschicht- ` 


Umgebung 


SF 816, SF 817, SF 818, SF 819 

Si-pnp-HF-Transistoren für Breitbandverstärker und schnelle Schalter 
Erzeugnisstandard: TGL 43 386 

Bauform: SOT-54 (Bild 17) 


Kennwerte (0; = 25°C) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen ` 

Kollektor-Emitter-- —Uryceo -lce = 10mA 

Durchbruchspannung 

SF816 20V 

52817 . | 30У 

SF818 60У 

SF819 80У у 

Kollektor-Basis- —1сво 100nA _ — Осв = — Осво 

Reststrom 

Emitter-Basis- —1єво МА -Usp= 5V 

Reststrom 

Kollektor-Emitter- —Ucgsat 05V -lce =150mA 

Sättigungsspannung -h = 15mA 

Übergangsfrequenz fr 60 MHz -Uœ = 10V 
-lc = 10mA 

f = 15MHz 

Wärmewiderstand ` Аа 170 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung 





Grenzwerte 


| SF816 SF817 SF818 52819 
Kollektor-Emitter-Spannung —Ucgo 20V 30V 60V 80V 
Kollektor-Basis-Spannung = Осво 20V 30V 60V 80V 
Kollektorstrom + . 500 mA 
Basisstrom .— 250 mA 
Gesamtverlustleistung Р 735 mW 

(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; | 150°С 
Umgebungstemperatur ду А — 40...125°С 





SF 826, SF 827, SF 828, SF 829 

Si-npn-HF-Transistoren für Breitbandverstärker und mittelschnelle 
Schalter 

Erzeugnisstandard: TGL 43386 . 

Bauform: SOT-54 (Bild 17) 


Grenzwerte 

К SF826 SF827 52828 52829 
Kollektor-Emitter-Spannung ско 20V 30V 60V 80V 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 33V 66V 100V 120V 
Kollektorstrom Ic 500mA 

; lm ` 1000 mA 
Basisstrom ° ~ I - 250 mA 
Gesamtverlustleistung Po `` 735 mW 
. (du = 25°С) | 
Sperrschichttemperatur . 2 ` š: 150°С. 
Umgebungstemperatur Du — 40... 125°C 
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Kennwerte (9 = 25°С) 


Kennwert Kurz- min. {ур. max. Einstellwerte 
zeichen 





Kollektor-Emitter-- Ugp)ceo Ice. = 10mA 
Durchbruchspannung | 

51826 20V 

SF827 30V 

SF828 60 V 

SF829 А 80У 


Kollektor-Basis- Ісво Up = Осво 
Reststrom : 
5826, 5827, 100nA 

SF828 

SF829 i .1mA 


Emitter-Basis- Igso 1uA U = 7V 
Reststrom 


Kollektor-Emitter- Ucgsa 05V Ic =150mA 
= 15mA 


= 
I 


Sättigungsspannung 


Übergangsfrequenz fr 60MHz Uœ = 10V 
10mA 
f = 15МН> 


& 
II 


Wärmewiderstand Кај | 170 K/W 
Sperrschicht- j 
Umgebung 








SS 106, SS 108, SS 109 

Si-npn-Transistoren für Logikschaltungen 
Erzeugnisstandard: TGL 27 144 

Bauform: A3/15 nach TGL 11 811 (Bild 15) 
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Grenzwerte 


55106 55108 55109 


Kollektor-Emitter-Spannung Осро 15У 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 25У 40V 20V. 
Emitter-Basis-Spannung кво 5У 
Koliektorstrom Ic 200 mA 
Gesamtverlustleistung Ро 300 mW 

(du = 25°С) А 
Sperrschichttemperatur % 170°C 
Umgebungstemperatur до —40...125°C 


Kennwerte (du = 25°C) 





Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter- Uryceo 15У ‚de = 10mA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Швку,во 5V Je = 10uA 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis-. Icso | 104A Ucs = 20V 

Reststrom 

Kollektor-Emitter- Осе, 0,5V Ic =100mA 

Sättigungsspannung ћ = 10mA 

Einschaltzeit des Ion I 40ns Ic = 10mA 

Kollektorstroms ћ = 3mA 

-Њ = 15mA 

R. =2709 

Ausschaltzeit des Le 75 п5 I = 10mA 

Kollektorstroms 7 ћа = 3mA 

- = 1,5mA 

R. =209 

Innerer Rojc 150 K/W 

Wärmewiderstand 

Wärmewiderstand А _ 500 K/W 

Sperrschicht-Umgebung 
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SS 125, SS 126 
Si-npn-Transistoren für den Einsatz als Schalter in der Datenverarbei- 
tungstechnik 
"Erzeugnisstandard: HFO-F 7224.24 
Bauform: ТО-39 (Bild 12) 


Kennwerte (y = 25°C) 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter-- Осврусво de = 50mA 
Durchbruchspannung i 
55125 25У 
55126 50V 
Kollektor-Basis- 1сво 
Reststrom 
55125 25пА_ Џсв= 20V 
$$ 126 ; 25nA Un = MV 
Kollektor-Emitter- Осе, 05V Ic =400mA 
Sättigungsspannung - в = 4mA 
Übergangsfrequenz fr 30 MHz Uœ = 10V 

i Ic = 50mA 

f = 15MHz 

Innerer Къс < 60K/W 
Wärmewiderstand 
Wärmewiderstand Raj ` 250 K/W 
Sperrschicht- 
Umgebung 
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Grenzwerte 


SS 125 55126 





Kollektor-Emitter-Spannung ско 25У 50V 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 30У 60V 
Emitter-Basis-Spannung Ugpo 5V 
Kollektorstrom Ic 500 mA 
Basisstrom Ip 250 mA 
Gesamtverlustleistung Ри 600 mW 

(ду = 25°С) | 
Sperrschichttemperatur _ v; 175°C · 
Umgebungstemperatur vy — 40... 125°C 
SS 200, SS 201, SS 202 


Si-npn-Transistoren zur Ansteuerung von Ziffernanzeigeröhren 


Erzeugnisstandard: TGL 27 143 


Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 
(Ове = —1V) 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 
Basisstrom | 
Gesamtverlustleistung 
(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 


55200 55201 55202 ` 


70V 


у 


100V 120V 


100V 120V 
AN 
30 mA 
10mA 
150 mW 


100°C 
—40...85°C 
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Kennwerte (0) = 25°C) 


Kennwert Kurz- 


zeichen 


Kollektor-Emitter- Icso 
Reststrom 


Emitter-Basis- Iso 
Reststrom 


Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
Kollektor-Basis- bag 
Stromverhältnis 
Wärmewiderstand Ronja 
Sperrschicht- 

Umgebung 


Осе 


тіп. 


32 


typ. 


max. Einstellwerte 


1uA Исе = Ucev ` 
-Ux = 1V 


100nA Um = 5V 


06V Ic = 1mA 
I =31uA 
Ось = 3V 
Ic =10mA 


500 K/W 





SS 216, SS 218, SS 219 


Si-npn-Transistoren für digitale Anwendungen 


Erzeugnisstandard: TGL 26 818 


Bauform: L3 nach TGL 11 811 (Bild 13) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 


Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 
Gesamtverlustleistung 
(du = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 
Umgebungstemperatur 


68 


15V 
20V 
sv 
100mA 
200mA 
20mA 
200 mW 


125°C 
— 40... 100°C 


Kennwerte (y = 25°С) 


Kennwert Kurz- min. typ. max. Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter-- Ueryceo 15V 25V Ic = 10mA 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Шввууво 5V IE = 104A 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- Ісво 7,5пА 100nA Ucs = 20V 

Reststrom ` 

Kollektor-Emitter- Ось, 0,2V 0,45 V Ic = 30mA 

Sättigungsspannung ћ = 13mA 

Einschaltzeit des Ton Ic = 10mA 

Kollektorstroms Je = 3mA 

SS 216 22 ns 100 ns -Ip = 1mA 

55218 2085 35 п5 R. =209 

$$ 219 13 5 35 пѕ 

Ausschaltzeit des Loft I = 10mA 

Kollektorstroms ћу = 3mA 

SS 216 280 ns 500 ns -lz = ImA 

58218 4015 60 пѕ R. =270 Q 

55219 24 п5 30 п5 

Übergangsfrequenz fr 350 MHz Оск = 10V, 
Ic = 5mA 
f =10MHz 

Wärmewiderstand ` Кај 500 K/W 

Sperrschicht- 

Umgebung 
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SSY 20 


Si-npn-Transistor für den Einsatz als Schalttransistor in der Datenver- 


arbeitungstechnik 
Erzeugnisstandard: TGL 24 952 
Bauform: TO-39 (Bild 12) 


Kennwerte (дү) = 25°C) 


Kennwert Kurz- тіп. typ. max. 
zeichen 


Kollektor-Emitter- Осввусво 40У 63V 


Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Освюувво 5У 6,2V 
Durchbruchspannung 

Kollektor-Basis- сво 7,7nA 1004A 
Reststrom 

Kollektor-Emitter- Uckgsat 0,38 V 1V 
Sättigungsspannung 

Einschaltzeit des Ба 32 п 50 п5 


Kollektorstroms 


Ausschaltzeit des Он 4108 100 пѕ 
Kollektorstroms 


Innerer Кыс ` 40K/W 
Wärmewiderstand 


Wärmewiderstand Raj 220 K/W 
Sperrschicht- 
Umgebung 
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Einstellwerte 


Ic 


Te 


Ucs 


II 


10 mA 
100 дА 
50 V 


500 mA 
50 mA 


500 mA 
50 mA 
25 mA 


= 80 Q 


lI 


500 mA 
50 mA 
25 mA 
80 Q 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 
Kollektor-Basis-Spannung 
Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 


Gesamtverlustleistung 
(du = 25°С) 

Sperrschichttemperatur 

Umgebungstemperatur 





‚6011 


Si-npn-Darlington-Leistungstransistor für den Einsatz in Batteriezünd- 


_ anlagen 
Erzeugnisstandard: TGL 42 779 
Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung, 


Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 


Spitzendurchlaßstrom der 
Inversdiode 
Gesämtverlustleistung 

| (др = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 
Gehäusetemperatur 


450 V 
400 V 
5,0У 
7А 
10А 
15А 
25А 
5,0А 
15А 


120W 


175°C 


` —40...175°C 
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Kennwerte (du = 25°C) 


Einstellwerte 





Kennwert Kurzzeichen Wert 

Kollektor-Emitter- Цвк)ско 400 V с = 01А 
Durchbruchspannung 

Kollektor-Emitter- Ices 1,0mA Осв = Освѕ 
Reststrom Us = 0 
Emitter-Basis- Іво 100 ma Up = 5V 
Reststrom 

Kollektor-Emitter- Uegsat 187 Ir = ба 
Sättigungsspannung Id = 50 
Basis-Emitter- UBEsat 2,5 V Ic = и 
Sättigungsspannung : II, = 50 
Kollektor-Basis- ЋЕ 200 Uœ = 3V 
Stromverhältnis Fr = ЗА 
Durchlaßspannung Ом 3,0V м = и 
der Inversdiode 

Innerer Къ 1,25 КЛУ 
Wärmewiderstand 

SU 160 


Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz in Horizontal-Ablenk- 


Endstufen von Farbfernsehempfängern 


Erzeugnisstandard: TGL 31 296 


Bauform: TO-3 (Bild 18) 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


(Квь = 1009) Осек 
Осво 
Kollektorstrom Ic 
Icu 
Basisstrom Ipm 
= ћ 
—1зм 
Gesamtverlustleistung Pot 
(dc = 95°C) 
Sperrschichttemperatur 9, 
де 


Gehäusetemperatur 


Kennwerte (y = 25°C) 


Kennwert Kurzzeichen Wert 
Kollektor-Emitter- U gr) ceo 700V 
Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Ur) eBo SN 
Durchbruchspannung . 
Kollektor-Emitter- Ices 1,0mA 
Reststrom i 
Kollektor-Emitter- UCEsat 5,0V 
Sättigungsspannung 

Basis-Emitter- Оввза 1,5У 
Sättigungsspannung 

Kollektor-Basis- Е 2,25 
Stromverhältnis _ 

Abfallzeit des ts las 
Kollektorstroms 

Übergangsfrequenz fr 2MHz 
Kollektorkapazität Се 170pF 
Innerer | Rojc 2,0 K/W 
Wärmewiderstand k 


1500 V 
700 V 
5A 
75A 
40А 
01А 
3,5A 
12,5W 
120°C 
— 10... 100°C 
Einstellwerte 
Ic = 01А 
E = ОМА 
‚ Ось = 1500 У 
Ir = 45A 
Fr, = 2А 
Ic = 45A 
ы = 2А 
Осе == 5У 
I = 45A 
Ic 4,5А 
I = 18А 
Осв = 5V 
I = 01A 
Осв = 10V 
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SU 161 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz in Horizontal-Ablenk- 
Endstufen von Schwarz-Weiß-Fernsehempfängern 

Erzeugnisstandard: TGL 33 554 

Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Kennwerte (du = 25°С) 


Kennwert Kurzzeichen Wert ` Einstellwerte 
Kollektor-Emitter- Пајо 350V L = 61A 
Durchbruchspannung 
Emitter-Basis- Овк)ЕВО 70V +E = ОМА 
Durchbruchspannung I 
Kollektor-Emitter- Ices 3,0mA Осе =.1500 V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- Иска 5,0V Ir = 2А 
Sättigungsspannung Je = ЛА 
Basis-Emitter- Ова . 15V Ice = 2А 
Sättigungsspannung | Fr = ЛА 
Kollektor-Basis- bur 2,0 Осв = 5V 
Stromverhältnis с = 2А 
Abfallzeit des Еи" lus бо = 2A 
Kollektorstroms k = ЛА 
Übergangsfrequenz fr 2MHz Исе = 5V 

i k- = 01А 
Kollektorkapazität Се "ПОРЕ Us = ЮУ 
Innerer Кус 2,5K/W 
Wärmewiderstand 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


(Еве = 100 О) Исево 1500У 
` _ Uco 350 V 
Kollektorstrom Ic 2,5 A 
Icm у 3,0A 
Basisstrom Igm 2,5 A 
u 0,1A 
– I; BM | 1 5 A 
Gesamtverlustleistung Ри 10 W 
(#с = 90°С). 
Sperrschichttemperatur 9; 115°C 
Gehäusetemperatur | де ` — 10... 100°C 





50 165 . 
Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz als Leistungsschalter bei 
hohen Spannungen 
Erzeugnisstandard: TGL 31 685 

- Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


(Res = 1002) Осек 900 V . 
Осво 350 V 
Kollektorstrom Ic "7 25A 
Ісм ЗОА 
Basisstrom š Ig 1,5А 
Jeng 2,5 A 
=] 01А 
„тећи 15А 
Gesamtverlustleistung Ри 10W 
(дс = 90°С) | 
Sperrschichttemperatur. 9; 115°С 
Gehäusetemperatur де — 25... 100°C 
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Kennwerte (Vy = 25°С) 





Kennwert Kurzzeichen Wert Einstellwerte 
Kollektor-Emitter- Цвк)ско 350 У I = 01А 
Durchbruchspannung | 
Emitter-Basis- Usp) EBO 4,0 V Í = ОДА 
Durchbruchspannung | 
Kollektor-Emitter- ` læs 1,0mA, Исе = 900 V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- WW UcEsat 3,0 V I = 2А 
Sättigungsspannung ћ = 02A 
Basis-Emitter- UBEsat LAN k = 1А 
Sàttigungsspannung I = 02А 
Kollektor-Basis- bag 5 
Stromverhältnis 
Einschaltzeit des Ton las f = 1А 
Kollektorstroms Ia = 02А 
Ip = -0,4A 
Исе = 250У 
Ausschaltzeit des Le 5из Ir. = 1A 
Kollektorstroms Pa = ОЉА 
ћу = -04A 
Осс = 250У 
Übergangsfrequenz fr 2MHz Исе = .5V 
Ir = 01A 
Kollektorkapazität Се . 175pF Иса = 10V 
Innerer Кыс 2,5K/W 
Wärmewiderstand 





50167, SU 169 
Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz als schnelle Leistungs- 
schalter 

Erzeugnisstandard: TGL 37 518 

Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Kennwerte (du = 25°C) 


Kennwert ` Kurzzeichen 50167 50169 Einstellwerte 
‚ Kollektor-Emitter- Ugn)czo 325V 400 V Ic = 01А 
Durchbruchspannung 
Emitter-Basis- U gr)EBo 80V FE = 0,01A 
Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter- Ісву 10 mA Uce = Осву 
Reststrom Uge = -2V 
Kollektor-Emitter- Deeg 3,3V I = ВА 
Sättigungsspannung L = 254 
Basis-Emitter- Прва 2,5V I = 8А 
Sättigungsspannung ћ = 25A 
Speicherzeit des А 3,0; с = ВА 
Kollektorstroms · ћ = 2,5А 
—ћа = 1; 
‚ ohmsche Last 
Abfallzeit des D 1,0us Fr = ВА 
Kollektorstroms ћ = 25A 
Ib = 
ohmsche Last 
Innerer Кс 1,25 КЛУ 
Wärmewiderstand 6 
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Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


50167 50169 





(Рве = 109) Освв 800У 1000У 
Осво 325У .400V 
Emitter-Basis-Spannung Џево 80V 
Kollektorstrom Ic 5A 
Icsat 10A 
` Icm 15 A 
Basisstrom IR 4A 
Gesamtverlustleistung Pix 100 W 
(dc = 25°С) 
Sperrschichttemperatur 9; 150°С 
Gehäusetemperatur де —25...150°C 
SU 178, SU 179 


Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz als Leistungsschalter 


bei hohen Spannungen 
Erzeugnisstandard: TGL 55 114 
Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Grenzwerte 
Kollektor-Emitter-Spannung ` Осво 
Kollektor-Basis-Spannung Осво 
Kollektorstrom Ic 
Icm 
Ваѕіѕѕітот ` ` Ipm 
—1зм 
Gesamtverlustleistung Р 
(дс = 50°С) 
Sperrschichttemperatur 9, 
Gehäusetemperatur { де 
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50178 507179 
800 V 1000 У 


400 У 450 У 


6A 
8A 
3A 
3A 
60 W 


150°C - 
— 25...125°С 


Kennwerte (du = 25°С) 








Kennwert Kurzzeichen 50178 50179 Einstellwerte 
Kollektor-Emitter- О вкюуско 40У 40V I = 01А 
Durchbruchspannung 
Emitter-Basis- Брук 60V ж = ОДА 
Durchbruchspannung | 
Kollektor-Emitter- Icev 10mA Up = -2V 
Reststrom ; Осе = 800V 
(SU 178) 
Осе = 1000 V 
(SU 179) 
Kollektor-Emitter- UcEsat - 1,5V I = 25A 
Sättigungsspannung А в = 0,5А 
Basis-Emitter- UBEsat LAN Іс = 25A 
Sättigungsspannung ћ = 05A 
Speicherzeit des fs 4,0и5 Ir = 25А 
Kollektorstroms м = 05А 
ћ; = -05А 
Осс = 200V 
Abfallzeit des f Lü - IK = 25A 
Kollektorstroms ы = (AA 
1 в = –0,5 А 
Осс = 200V 
Innerer Ке 2K/W 


Wärmewiderstand 





SU 180 > 
Si-npn-Leistungsschalttransistor für den Einsatz in elektronischen Vor- 
schaltgeräten von Leuchtstofflampen 

Erzeugnisstandard: TGL 39 891 

Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Kennwerte (hu = 25°C) 


Kennwert | Kurzzeichen Wert ` Einstellwerte 
Kollektor-Emitter- Овв)сво 400 V FE = 01А 
Durchbruchspannung 
Emitter-Basis- U ВЕЈЕВО 6,0 У FE = 0,01A 
Durchbruchspannung 
Kollektor-Emitter- Ісву 1,0mA Uer = -2V 
Reststrom Исе = 1200 V 
Kollektor-Basis- Ісво 0,1 mA Ucs = 500V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- UcEsat 3,0 V Іс = 2A 
Sättigungsspannung Je = 1A 
Kollektor-Basis- Ügesat 15V k = 2А 
Sättigungsspannung FP = 1А 
Kollektor-Basis- hze 10 k = 1А 
Stromverhältnis Ux = 5V 
Abfallzeit des D 1,0us Іс = 1A 
Kollektorstroms ћу = .0,2А 
Je = -02A. 
Innerer Кај 3,5 КЛ 
Wärmewiderstand 





Grenzwerte 





Kollektor-Emitter-Spannung Осво 400 V 
Kollektor-Basis-Spannung ` ово 1200 V 
Kollektorstrom Ic 2,5 A 
. Км ЗА 
Basisstrom Jeu 1,5А 
—Igm 1,5 A 
Gesamtverlustleistung Ре 35 W 
(dc = 50°С) 
Sperrschichttemperatur 9, 150 °C 
Gehäusetemperatur dc —25...125°C 
SU 186 L, SU 188 L 


Si-npn-Leistungsschalttransistoren für den Einsatz als schnelle Leistungs 
schalter { 
Erzeugnisstandard: TGL 42 076 . 

Bauform: ТО-3 (Bild 18) 


Grenzwerte 
SU186 L SU188L 
Kollektor-Emitter-Spannung š i 
(Use = —2 V) Осву ` 160V ` 300 V 
Осво 125V 250 V 
Emitter-Basis-Spannung Ukpo 70V 
Kollektorstrom Icsat 15A -10A 
Ic 20 A 15 А 
1см 25А 20А 
Basisstrom Ip 6A 4А · 
Jeu · 9А 6A 
Gesamtverlustleistung Pot Е 150 W 
Sperrschichttemperatur v; 200°C 
Gehäusetemperatur | де —25...200°C 
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Kennwerte (du = 25°С) 
Kennwert | Kurz- SU186L SU188L Einstellwerte 





zeichen 

Kollektor-Emitter- Unsere 125V 250У Kk = МА. 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- U ВЕЈЕВО ` 7,0У IE = 001A 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Emitter- ` Icev 10тА ` Оск = Ücev 

Reststrom | Up = AN 

Kollektor-Emitter- . Dest 127 09V Ic = Са 

Sättigungsspannung Id, = 10 

Basis-Emitter- UBEsat 2,0 V Te" Sea 

Sättigungsspannung | gg МӘ = 10 

Speicherzeit des ts 2,0 us Ic = а 

Kollektorstroms Id = 10 
Ip = 

Abfallzeit des f 0,8us I = ба о 

Kollektorstroms Id = 10 
— = 

Innerer Кас 1,17 K/W 

Wärmewiderstand | 
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50 189, 50 190 

Si-npn-Leistungsschalttransistoren für den Einsatz als schnelle Leistungs- 
schalter 

Erzeugnisstandard: TGL 42 777 

Bauform: TO-3 (Bild 18) 


Kennwerte (fy = 25°C) 


Kennwert Kurz- 50189 50190 Einstellwerte 
zeichen 5 

Kollektor-Emitter- Овюсво 400V 450 У I = 02А 
Durchbruchspannung 

` Emitter-Basis- . Швк)ЕвО 10V Je = 0,01A 
Durchbruchspannung i 
Kollektor-Emitter- Icer 10тА Оск = Deen 
Reststrom Rer =102 
Kollektor-Emitter- UcEsat 1,5V Fc =Ica 
Sättigungsspannung Idh = 5 
Basis-Emitter- Upgsat 16У “Те” Ela 
Sättigungsspannung р Мм = 5 

` Speicherzeit des ts 3,0us Ice = ла 
Kollektorstroms _ | Id = 5 

Ip. = 1; 


ohmsche Last 


Abfallzeit des # 0,8и5 L = а 
Kollektorstroms Ifl = 5 
Oh Zu ћу 
ohmsche Last 
Innerer Кик 1,0 K/W 
Wärmewiderstand 
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Grenzwerte 








_ 50190 
Kollektor-Emitter-Spannung 
(Use = —2 V) Ucev 850 У 1000 У 
(Кв = 102) Ucer 850 У 1000 У 
Осво 400V 450 V 
Emitter-Basis-Spannung Ово 10V 
` Kollektorstrom Іс 10А 8А 
Ic 15А 
Icm 30 A 
Basisstrom Ig 4A 
Там 20А 
Gesamtverlustleistung Ры 175 W 
Sperrschichttemperatur Di 200°C 
Gehäusetemperatur де. —25...200°С 
SU 310, SU 311, SU 312 


Si-npn-Darlington-Leistungstransistoren für den Einsatz in Batterie- 


zündanlagen 
Vorläufige technische Daten 


Bauform: TO-218 (Bild 19) _ 


Grenzwerte 


Kollektor-Emitter-Spannung 


Emitter-Basis-Spannung 
Kollektorstrom 


Basisstrom 
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50310 5031 SU312 


400 V 
350 У 


450V 450V 
400V 400 V 
5,0У ` 
ТА 10А 
12А 
15А 
2,5 A 
5A 


SpitzendurchlaBstrom der 


Inversdiode 


Gesamtverlustleistung 
Sperrschichttemperatur 


Gehäusetemperatur 


Kennwerte (17) = 25°C) 


Kennwert 


Kollektor-Emitter- 
Durchbruchspannung 


Kollektor-Emitter- 
Reststrom 


Emitter-Basis- 
Reststrom 


Kollektor-Emitter- 
Sättigungsspannung 
Basis-Emitter- 
Sättigungsspannung 
Kollektor-Basis- 
Stromverhältnis 


Durchlaßspannung 
der Inversdiode 


Innerer 
Wärmewiderstand 


Kurz- 
zeichen 


SU 


SU310 SU311 


Пуввусео 350V 400 V 


Le | 
Тєво 
Ugen 
UBEsat 
bas 


Иде 


‚Кар 


1,0mA 


100 mA 


18V ` 


2,5V 


200° 


3,0V 


1,2K/W 


310 80311 50312 
БА 
125 W 


175°C · 
—25...175°C 


50312 Einstellwerte 


40V Ic = 01А 
Uce = Осы 
Овв = 0 
Ugs = 5V 
Ic = Jet 
101 = 50 
Ic = а 
Мз = 50 
Ug = 5V 
Ic = ЗА 
Тм `= Ка 
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50 377, SU 378, SU 379, SU 380 | 
Si-npn-Leistungsschalttransistoren für den Einsatz als schnelle Leistungs- 
schalter 

Erzeugnisstandard: TGL 42 778 

Bauform: TO-220 (Bild 20) 


Kennwerte (д = 25°C) 





Kennwert Kurz- 50377 50379 SU378/ Einstellwerte 
zeichen > 50380 | 
Kollektor-Emitter- Ugryceo 300V 400V 400 V Ir = 02А 
Durchbruchspannung 
Emitter-Basis- Шввукво 7,0V I = 0,01A 
Durchbruchspannung | | 
Kollektor-Emitter- Icgv 0,3mA Осв = Исву 
Reststrom Ове =—2V 
Kollektor-Emitter- Ось, 15V 10У 15V I = Са 
Sättigungsspannung P Ifl = 5 
Basis-Emitter- Ове 13V 11У 13V I = Ка 
Sättigungsspannung I) = 5 
Speicherzeit des Ag 3,0us Ic = [ба 
Kollektorstroms š Il = 5 
-1 = 21 
ohmsche Last 
Abfallzeit des D 0,8us Ic = а 
Kollektorstroms Ifl = 5. 
Ip = 21; 
ohmsche Last 
Innerer Roj 1,76 K/W. 
Wärmewiderstand 





Grenzwerte 
50377 50379 SU378/SU380 


Kollektor-Emitter-Spannung 


(Use = -2V) | Uc 600V 800% 700 V/850 V 
Uco 300V 400V 400V 
Emitter-Basis-Spannung Urgo 7,0 V 
Kollektorstrom Іса 2,5А 1А 2,5 A 
Ic 6A 
Icm 8A 
Basisstrom Ip ` 2А 
Gesamtverlustleistung Pi 85W 
Sperrschichttemperatur 9; 175°С 
Gehäusetemperatur | де ` —25...175°C 


К ыа ASE а аа алы аа ливене а а а а а аа 
SU 382, SU 383, SU 384 

Si-npn-Leistungsschalttransistoren für den Einsatz als schnelle Leistungs- 
schalter | 

Vorläufige technische Daten 

Bauform: TO-218 (Bild 19) 


Grenzwerte ` 


50382 80383 50384 





Kollektor-Emitter-Spannung 


(Use = — 2 V) Исву 850 У 1000V  1000V 
(Res = 1000) ' Осер 850У 1000V 10У 
Осво 400У 450 У 450 V 
Emitter-Basis-Spannung Џево TOV 
Kollektorstrom Теа 5А 7А 
Ic ЗА 
Icm 15A 
Basisstrom > | ЗА 
Ibm у бА 





50382 50383 50384 





Gesamtverlustleistung Piot 125W 
Sperrschichttemperatur GO 175°С 
Gehäusetemperatur ' де h : —25...175°С 





Kennwerte (du = 25°С) | 
Kennwert Kurz- SU382 SU383 SU384 Einstellwerte 





zeichen 

Kollektor-Emitter- Ugryceo 400V 450V 450V ` = 01А 

Durchbruchspannung 

Emitter-Basis- Ur) EBO 70V B 1 = 0,01А 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Emitter- _Iczv 0,15mA Ось = Осву 

Reststrom Up = -2М ~ 

Kollektor-Emitter- Ucgsa 15V "Ic = а 

Sättigungsspannung Id = 5 
(50384: 1, = 1,6 А). 

Basis-Emitter- Пра 16У Ic = fca 

Sättigungsspannung Ifl = 5 
(50384: 1» = 1,6 A) 

Speicherzeit des ts 3,0 us с = 5A 

Kollektorstroms i Р F = 1А 

| -li =} 

ohmsche Last 

Abfallzeit des te 0,8 us с = 5A 

Kollektorstroms ћ = 1A 

š I ies 

ohmsche Last 

Innerer Rojc 1,25 K/W 

Wärmewiderstand 


SU 508, SU 509, SU 510 ` 
Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren für den Einsatz in 
Wechselrichtern am 380-V- und 220-V-Netz 

Erzeugnisstandard: TGL 43 638 

Bauform: TO-240 (Bild 21) 


Kennwerte (du = 25°C) 


Kennwert Kurz- SU508 SU509 50510 Einstellwerte 
° zeichen 
Kollektor-Emitter- Оввусво 600V 700V - 800 V Ic = 02А 
Durchbruchspannung ` 
Kollektor-Emitter- Icgv 5,0mA Ось = Ucev 
Reststrom Uge = —2У 
Emitter-Basis- Igso 200 mA Up = 5V 
Reststrom 
Kollektor-Emitter- (сн , 2,0 V I = Icea 
Sättigungsspannung Јојђћ = 50 
Basis-Emitter- Ова 2,5V I = ба 
Sättigungsspannung Id = 50 
Kollektor-Basis- baus 50 Ur = 5V 
Stromverhältnis ` I = 30 
Durchlaßspannung Uku 1,8V Im = Іса 
dér Inversdiode ` 
Speicherzeit des fs 15us Ic = а 
Kollektorstroms Мз = 30 
— = 
ohmsche Last 
Abfallzeit des D 3,0us I lc 
Kollektorstroms Ji = 30 
I = 
ohmsche Last 
Innerer ; Кыр 0,5 КЛУ 


Wärmewiderstand 
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Grenzwerte 
SU508 50509 50510 


Kollektor-Emitter-Spannung 





(Use = —2 V) Ucev 750V 900 У 1000 V 
Осво 600 V 700 У 800 V 
Emitter-Basis-Spannung ` Овво ТОМ 
Kollektorstrom Icsat 30 A 
Ic 30 A 
Basisstrom Ip 2,0A 
Lu 40А 
SpitzendurchlaBstrom Jeu | 60A 
der Inversdiode 
Gesamtverlustleistung Ра 250 W 
Sperrschichttemperatur Dé 150 °C 
Gehäusetemperatur де —25...150°C 
SU 518, SU 519, SU 520 


Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren für den Einsatzin ' 
Wechselrichtern am 380-V- und 220-V-Netz 

Vorläufige technische Daten 

Bauform: TO-240 (Bild 21) 


Grenzwerte 


50518 850519 50520 





Kollektor-Emitter-Spannung 


Осво 400 V 700 V 800 V 
Emitter-Basis-Spannung кво 70V 
Kollektorstrom Icsat 50 A 

Ic 50А 

1см 100 А 
Basisstrom 1 2,0А 


Ћи 40А 
Se | 


50518 80519 50520 


SpitzendurchlaBstrom ЕМ 100 А 

der Inversdiode 

Gesamtverlustleistung Por 400 W 
Spertschichttemperatur 9; 150°С 
Gehäusetemperatur ' де —25...150°С 


Kennwerte (y = 25°С) 





Kennwert Kurz- 50518 50519 50520 Einstellwerte 
zeichen 

Kollektor-Emitter-- Осврусво 400V 700V 800 У с = 02А 

Durchbruchspannung 

Kollektor-Emitter- cev | 5,0mA Осв = Ucev 

Reststrom | Ове = -2V 

Emitter-Basis- Ieno 600 mA Up = 5V 

Reststrom 

Kollektor-Emitter- Осе, 2,5V I = ба 

Sšttigungsspannung ` Iole = 50 

Basis-Emitter- Прва 3,0V I = а 

Sšttigungsspannung Idi = 50 

Durchlaßspannung Um 18V Irm = Іс 

der Inversdiode 

Speicherzeit des ts 15 us I = а 

Kollektorstroms Е II = 50 

| Is = 

ohmsche Last 

Abfallzeit des & А 3,0и I = а 

` Kollektorstroms i Lis = 50 

Is =I 
ohmsche Last 

Innerer Къ 0,31 K/W 

Wärmewiderstand 


————————————————_-—— 
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5. Transistorbauformen 


Bild 12 
Kollektor am Gehäuse Bauform TO-39 





Bild 13 
Bauform L3 (nach 
TGL 11 811) 








Bild 14 


Der Kollektor ist mit der metallischen Montagefläche Bauform ähnlich 
leitend verbunden . SOT-32 
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Bild 15 
Bauform A 3/15 





Bild 16 

Bauform L3 mit ge- 

änderter Anschluß- 
.reihenfolge gegen- 

über Bild 13 





5,2 max, 12,7 min 


nn 
ОЧЕ 


1,4 тах. 








692025 о m 


1 





Bild 18 · 
Kollektor am Gehäuse ` Bauform TO-3 
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Bild 19 
Bauform ТО-218 








Bild 20 
Bauform TO-220 


Bild 21 
Bauform TO-240 
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